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e Die Neuauflage des Datenbuches 
Tunerhalbleiter enthält das Typenspek- 
trum unserer Bauelemente für die Verar- 
beitung von Hochfrequenzsignalen in den 
Anwendungsbereichen 


Rundfunk 

Fernsehen 
TV-SAT-indoor-unit 
Allgemeiner HF-Einsatz 


e Für die Innovationsgebiete SMD-Technik 
und Satelliten-Fernsehen werden zahlrei- 
che Neuentwicklungen vorgestellt. 


e Der technische Vorspann enthält 
Erläuterungen zu Daten, Qualität, Mon- 
tage und Verpackungsformen und aus- 
führliche Typentabellen. 


e Die alphanumerische Folge der 
Datenblätter soll Ihnen die Auswahl 
erleichtern. 


e Fragen zu den beschriebenen Typen, zu 
Liefer- und Preiskonditionen sind uns will- 
kommen. 


e Ihre Ansprechpartner — sollten sie nicht 
schon bekannt sein — finden Sie im Adres- 
senverzeichnis auf den letzten Seiten des 
Datenbuches. 


SMD = Surface Mounted Devices 
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Problemlos bestellen 
mit der SBS Preis- und Lagerliste 


S 


Für Kunden in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) 


Die SBS Preis- und Lagerliste mit etwa 800 Seiten erscheint jährlich neu. 
Sie umfaßt die Schwerpunkttypen aus dem Siemens Bauteile-Gesamtprogramm 
mit Preisen und den wichtigsten Daten. 


Ihre Bestellungen richten Sie bitte an den Vertrieb Bauteile (VB) der Ihnen 
nächstgelegenen Siemens-Anschrift (siehe Anschriftenverzeichnis). 


Die SBS Preis- und Lagerliste erhalten Sie kostenlos bei 


Siemens AG 
Infoservice 

Postfach 146 

8510 Fürth 

Tel. (09 11) 30 01-2 60 
Tx. 623 313 

FAX (09 11) 30 01-2 71 


Stichwort „SBS Preis- und Lagerliste". 


Für Kunden im Ausland 


dient als Bezugsquelle der Vertrieb Bauteile der jeweiligen 
Landesgesellschaften oder Vertretungen. 


Herausgegeben von Siemens AG, Bereich Bauelemente 
Produkt-Information, Balanstraße 73, D-8000 München 80. 


Für die angegebenen Schaltungen, Beschreibungen und Tabellen wird keine Gewähr be- 
züglich der Freiheit von Rechten Dritter übernommen. 

Mit den Angaben werden die Bauelemente spezifiziert, nicht Eigenschaften zugesichert. 
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Vertrieb 
Bauteile (VB) der Ihnen nächstgelegenen Siemens-Anschrift in der Bundesrepublik 


Deutschland und Berlin (West) oder an unsere Landesgesellschaften im Ausland (siehe 
Anschriftenverzeichnis). 
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Bezeichnungsschema 
Typenschlüssel 
Typenstempel 
Bestellnummer 


Typenauswahlregister 
Typenübersicht i 
Anwendungsübersicht . 
Gehäuse-Vergleichsliste 


Typen- und Bestellnummern-Verzeichnis (alphanumerisch) 


Erläuterung zu Datenblattwerten 
Angaben zur Qualität 


Verpackung i 

Gurtung: Gehäuse TO 92 i 

Gurtung: Gehäuse DO3S . . . 

Gurtung: Gehäuse SMD, für Oberflächenmontage 


Verarbeitungshinweise 


EGB; Elektrostatisch Gefährdete Bensialane 
Wärmeableitung . 

Mechanische Beanspruchung 

Einbau er 


Dioden — Daten 


Transistoren — Daten 


Inhaltsverzeichnis 
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Bezeichnungsschema 


Typenschlüssel 


Der „europäische“ Typenschlüssel nach Pro Electron verwendet zur Typenkennung 2 
Buchstaben (Material- und Anwendungsklasse) und weitere 3 oder mehr fortlaufende Re- 
gistrierkennzeichen. 


Der erste Buchstabe beschreibt das Halbleitermaterial: 


Joou> 


Germanium (oder Bandabstand von 0,6—1 eV) 

Silizium (oder Bandabstand von 1—1,3 eV) 

III-V-Material, z.B. Gallium-Arsenid (oder Bandabstand von mehr als 1,3 eV) 
Material mit Bandabstand von weniger als 0,6 eV, z.B. Indium-Antimonid 
Halbleiterverbindungen für Photo- und Hall-Effektanwendung 


Der zweite Buchstabe beschreibt den Anwendungsbereich: 


N<X<HVODIOHOTZTrIQOTMOOUD>D 


Signal-Diode, kleine Leistung 

Kapazitätsdiode 

NF-Kleinsignaltransistor, Ay.c > 15 K/W 

NF-Leistungstransistor, Ayıc < 15 K/W 

Tunneldiode 

HF-Kleinsignaltransistor, Ayıc > 15 K/W 

Bauelementekombination, Array, Multichip 

Hall-Feldsonde 

HF-Leistungstransistor, Ry,c < 15 K/W 

Optokoppler 

Strahlungsempfänger, z.B. Photoelement 

Strahlungssender, z.B. Lumineszenzdiode 

Schaltelement kleiner Leistung mit Thyristorcharakter, Ayc > 15 K/W 
Schalttransistor kleiner Leistung, Aysc > 15 K/W 

Schaltelement hoher Leistung mit Thyristorcharakter, Ayıc < 15 K/W 
Schalttransistor hoher Leistung, Aysc < 15 K/W 
Frequenzvervielfacherdiode 

Leistungsgleichrichterdiode 

Spannungsbegrenzerdiode, Z-Diode, Referenzelement 


Die laufende Registriernummer besteht bei Bauelementen, die für Geräte der „Unterhal- 
tungselektronik" entwickelt wurden, aus 3 Ziffern (z.B. BF 970), bei Bauelementen, die 
vorzugsweise in Geräten der „professionellen“ Elektronik eingesetzt werden, aus einem 
Buchstaben und 2 Ziffern (z.B. BXY 43). 


Ein Zusatzbuchstabe zur Registriernummer wird zur Definition einer mechanischen oder 
elektrischen Variante verwendet. 


Andere Typenkennungen sind nach JEDEC-Schema oder hausinterner Nomenklatur mög- 


lich. 
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Bezeichnungsschema 


Typenstempel 


Sofern das Bauelement genügend Platz bietet, wird die volle Typenbezeichnung, der Her- 
stelldatumcode (Jahr — Monat nach DIN 41314.1 oder Jahr, Woche nach DIN 41314.2 
bzw. EIA) und das Herstellerzeichen ($ bzw. S) aufgedruckt, anderenfalls werden Kurz- 
zeichen, wie im Datenblatt angegeben, verwendet. Farbkodierungen, im Datenblatt ver- 
merkt, dienen Typen- und Gruppenunterscheidungen. 


Bestellnummer 


Sie ist im Datenblatt für Standardtypen angegeben. Auf besonderen Lieferverträgen ba- 
sierende Sonderausführungen erhalten eigene Bestellnummern. 
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Typenauswahlregister 

Typenübersicht 

Anwendungsübersicht 
Gehäuse-Vergleichsliste 

Typen- und Bestellnummern-Verzeichnis 
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Typenauswahlregister 


Typenübersicht 


Schalter-PIN-Dioden 


| Kenndaten (T,= 25°C) 
Vamx | Ertf=1 MHz) r (f= 100 MHz) 
Typ Vr I Gehäuse Seite 
v pr V Q mA 
BA 243 35 <2 15 <1 10 DO 35 30 
BA 243 S 35 <15 5 <0,7 10 DO 35 32 
BA 244 35 <2 15 <0,5 10 DO 35 30 
BA 244 S 35 <15 5 <05 10 DO 35 32 
BA 282 35 <1,2 8 <0,5 10 DO 35 34 
BA 283 85 <1 3 <0,9 10 DO 35 34 
BA 284 5 <1 20 <0,6 10 DO 35 36 
VBA 389 30 0,55 10 5 10 DO 35 38 
VBA 682 35 <1,2 8 = 10 SOD 80 41 
VBA 683 35 <1 3 <0,9 10 SOD 80 41 
VBA 885 50 0,3 10 5 10 SOT 23 44 
Abstimmdioden 
C- (f=1 MHz) 
Typ Va Gehäuse 
pF V 
vBB 112 440...520 1 >18 TO 92 46 
BB 204 grün | 34...39 3 2,55...2,8 3; 30 0,2 TO 92 49 
BB 204 blau 37.42 8 255...2,8 3; 30 0,2 TO 92 49 
BB 304 42...47,5 2 1:65.1,78 2,8 0,2 TO 92 52 
vBB 314 44,75 2 2,2 2;8 0,25 TO 92 55 
BB 409 4,5...8,6 25 5...6,5 3; 25 0,3 DO 35 57 
BB 505 B 1,85...2,25 28 77...9,4 1; 28 0,62 DO 35 60 
BB505 G 1,8...2,4 28 75...9,5 1,28 0,8 DO 35 60 
vBB515B 1,85...2,25 28 8...9,5 1; 28 0,55 Mini-plast 63 
vBB515G 1,3...2,4 28 18...98 1; 28 0,75 Mini-plast 63 
BB 609 A 25..3 28 12,418 1; 28 0,7 DO 35 65 
BB 609B 28... 2 28 12...15 1; 28 0,7 DO 35 65 
vBB 610 3,75 28 >19 1; 28 1,4 DO 35 67 
vBB619 A ei | 28 >12 1; 28 0,65 Mini-plast 69 
vBB619B 2,8...3,2 28 >12 1; 28 0,65 Mini-plast 69 
vBB 620 3,75 28 >19 1; 28 1,3 Mini-plast 71 
vVBB 801 1 28 9 1; 28 1 SOT 23 73 
vBB 804 42...47,5 2 1,7 2,8 0,25 SOT 23 75 
vVBB 814 44,75 2,2 2,8 0,25 SOT 23 78 


v Neuaufnahmen 
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Seite 
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Typenauswahlregister 


Bipolar-HF-Transistoren 


Typ Grenzdaten Kenndaten (T,=25 °C) 

PNP-P Veeo| Ic | Pro | Are Fr Gehäuse | Seite 

NPN-N Ic | Vce 

V mA | mW || — mA |V dB 

BF 199 N |25 25 |500 | 85(>38) |7 10 TO 92 
BF 240 N | 40 25 250 || 65...220 1 10 17 0,1 TO 92 86 
BF 241 N |40 25 1250 || 95...125 1 10 1,7 0,1 TO 92 86 
BF 254 N | 20 30 |250 || 65...220 | 1 10 | 12 4 TO 92 89 
BF 255 N | 20 30 |250 || 35...130 1 10 | 3,8 100 TO 92 89 
BF 414 P|30 25 1300 || 80(>30) | 4 10 |3 100 TO 92 92 
BF 450 P|40 25 1250 || 65...220 | 1 10 |2 0,1 TO 92 94 
BF 451 pP |40 25 |250 || 35...125 | 1 10 13 100 TO 92 94 
BF 506 P|35 30 [300 || >25 3 10 |3 200 TO 92 99 

vBF 517 N | 15 25: |280 || 25...250 |5 1 |& 800 SOT 23 101 
BF 550 P|40 25 |280 || 50...250 | 1 10 134 100 SOT 23 104 
BF 554 N | 20 30 |280 || 60...250 | 1 10 [39 100 SOT 23 109 
BF 569 P [35 30 |280 || 50(>20) | 3 10 |45 800 SOT23 113 
BF 579 P | 20 30 |280 || >20 10 )10 |4 800 1600 SOT 23 116 
BF 599 N | 25 25 |280 || 70(>38) |7 10 550 SOT 23 119 
BF606A PL3O 25 |300 || >30 1 10 700 TO 92 123 
BF 660 P |30 25 |280 || >30 3 10 700 SOT 23 125 
BF 763 N | 15 25 1500 || 25...250 |5 10 [5 800 2000 TO 92 128 

vBF770A N|12 50 1280 | 90(>40) |30 |5 2 800 5500 SOT 23 130 

vBF 775 N [12 30 |280 || 40...250 |5 6 2,1 800 4500 SOT 23 133 
BF 799 N |20 35 1280 || 40...250 |20 | 10 |3 100 1100 SOT 23 136 
BF 959 N |20 100 |500 || 40...250 |20 |10 |3 200 1100 TO 92 139 
BF 970 P|35 30 |160 | 50(>25) |3 10 |45 800 950 T-plast 187 
BF979S P|2S 50 |160 || >20 10 | 10 | 35 800 1600 T-plast 189 


Typ 
Gehäuse 

N-Kanal 

BF 960 2,8 X-plast 142 

BF 961 1,8 X-plast 152 

BF 963 15 X-plast 162 

BF 964 S 1,0 X-plast 168 
vBF 965 1,0 X-plast 174 
vBF 966 $ 1,8 X-plast 180 
vBF 989 2,8 SOT 143 191 
vBF 993 1,5 SOT 143 201 
vVBF994 S 1,0 SOT 143 208 
vBF 995 1,8 SOT 143 214 
vBF 996 S 1,8 SOT 143 224 

BF 997 1,0 SOT 143 232 


V Neuaufnahmen 


19x 


Typenauswahlregi 


Anwendungsübersicht 


Anwendung 


Indoor 
Unit 


TV-SAT 


BB 409 


r) 

5 | VHF BB 609 A/B 
Mm | (cATV/ BB 610 

PR | Hyperband) | BB 619 A/B 


ster 


BA 683 


BB 505 G 
BB 515 G 


BF 961 
BF 995 


BB 620 


BF 964 S 
BF 965 

BF 994 S 
BF 997 


BB 505 B 
BB 515 B 


BF 960 
BF 966 S 
BF 989 

BF 996 S 


Fortsetzung: nächste Seite 
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BA 243/S 
BA 244/S 
BA 282 
BA 283 
BA 284 
BA 389 
BA 682 


BA 243/S 
BA 244/S 
BA 282 
BA 283 
BA 284 
BA 389 
BA 682 
BA 683 


BB 409 
BB 505 G 
BB515G 


BF 506 
BF 961 
BF 995 


BB 609 A/B 
BB 610 

BB 619 A/B 
BB 620 


BF 506 
BF 964 S 
BF 965 

BF 994 S 
BF 997 


BB 505 B BB 505 B 
BB 515 B BB 515 B 
BF 569 
BF 970 
BF 579 BF 569 
BF 775 BF 970 


BF 979S 


ZF-Verstärker 
Trennverstärker 


BA 243/S 
BA 244/S 
BA 282 
BA 283 
BA 284 
BA 389 
BA 682 
BA 683 


BB 409 
BB505G 
BB515G 


BF 506 
BF 606 A 
BF 660 


BF 199 
BF 517 


BB 609 A/B 
BB 610 
BB 619 A/B 
BB 620 


BF 506 
BF 517 
BF 606 A 
BF 660 
BF 763 


BF 770A 
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Typenauswahlregister 


Fortsetzung 


ZF-Verstärker 
Trennverstärker 


Anwendung 
MW 


Rundfunkbereich 
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Typenauswahlregister 


Gehäuse-Vergleichsliste 


Anwendung 


TO 92 


Gehäuse | Konventionelle Montage 


T-plast 


Oberflächenmontage-SMD 


X-plast | DO 35 


1. Schalter-PIN- 
Dioden 


e VHF-Band- 
umschaltung 


© HF-Regelwiderstand, 


TV-SAT-Polarisations- 


umschaltung 


2. AbstImmdloden 
e LW, MW, KW 
eo UKW 


e UKW mit erweitertem 
Frequenzbereich 
oe VHF 


e VHF (Hyperband) 
e UHF/VHF 
e UHF/TV-SAT 


3. Bipolar- 
Transistoren 


e TV-ZF-Endstufen 
e MW, UKW 


oe ZF-Stufe (MW, UKW) 


e VHF-Oszillator 


e HF-Trennverstärker/ 
Oszillator 

e OFW-Treiber 

e UHF-Mischer/ 
Oszillator 

e TV-SAT 


4. MOS-FET- 
Tetroden 
e UHF-Vorstufe 


eo VHF-UKW- 
Vorstufe/Mischer 
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BB 112 


BF 199 
BF 254 
BF 255 
BF 414 
BF 450 
BF 451 
BF 240 
BF 241 
BF 506 
BF 606 A 
BF 763 


BF 959 


BF 970 
BF 979S 


=? 


BA 249/S 
BA 244/5 
BA 282 
BA 283 
BA 284 


BA 389 


BB 204 
BB 304 


BB 314 


BB409 
BB609A/B 
BB 610 
BB 505B/G} 


BF 960 
BF 966 S 
BF 961 
BF 963 
BF 964 S 


BF 965 


SOT 23 


BA 885 


BB 804 
BB 814 


BB 801 


BF 599 
BF 554 


BF 660 
BF 550 


BF 660 
BF 660 
BF 517 


BF 799 
BF 569 
BF 579 
BF 775 
BF 770A 


SOT 143 


BF 989 
BF 996 S 
BF 995 
BF 993 
BF 994 S 
BF 997 


SOD 80 


Mini-plast 


BB619A/B 
BB 620 
BB 515B/G 


Vx 


Typenauswahlregister 


Typen- und Bestellnummern-Verzeichnis 
(alphanumerisch) 


Typ Bestellnummer Seite | Typ Bestellnummer Seite 
BA 243 Q62702-A521 30 BF 254 Q62702-F201 89 
BA 243 S Q62702-A607 32 BF 255 Q62702-F329 89 
BA 244 Q62702-A421 30 BF 414 Q62702-F517 92 
BA 244 S Q62702-A618 32 BF 450 Q62702-F312 94 
BA 282 Q62702-A428 34 BF 451 Q62702-F313 94 
BA 283 Q62702-A429 34 BF 506 Q62702-F534 99 
BA 284 Q62702-A632 36 BF 517 Q62702-F988 101 
BA 389 Q62702-A732 38 BF 550 Q62702-F547 104 
BA 682 Q62702-A723 41 BF 554 @62702-F551 109 
BA 683 Q62702-A145 41 BF 569 Q62702-F548 113 
BA 885 Q62702-A742 44 BF 579 Q62702-F552 116 
BB 112 Q62702-B240 46 BF 599 @62702-F550 119 
BB 204 blau Q62702-B58-X6 49 BF 606 A Q62702-F535 123 
BB 204 grün Q62702-B57-X5 49 BF 660 Q62702-F549 125 
BB 304 Q62702-B84 52 BF 763 Q62702-F766 128 
BB 314 Q62702-B397 55 BF 770 A Q62702-F1068 130 
BB 409 Q62702-B112 57 BF 775 Q62702-F991 133 
BB 505 B Q62702-B37 60 BF 799 Q62702-F788 136 
BB 505 G Q62702-B270 60 BF 959 Q62702-F640 139 
BB 515 B Q62702-B398 63 BF 960 Q62702-F499 142 
BB 515 G Q62702-B399 63 BF 961 Q62702-F518 152 
BB 609 A Q62702-B196 65 BF 963 Q62702-F904 162 
BB 609 B Q62702-B197 65 BF 964 S Q62702-F446 168 
BB 610 Q62702-B400 67 BF 965 Q62702-F660 174 
BB 619 A Q62702-B401 69 BF 966 S Q62702-F438 180 
BB 619 B Q@62702-B402 69 BF 970 Q62702-F650 187 
BB 620 Q62702-B403 71 BF 979S Q62702-F610 189 
BB 801 @62702-B346 73 BF 989 Q62702-F874 191 
BB 804 Q62702-B328 75 BF 993 Q62702-F899 201 
BB 814 Q@62702-B404 78 BF 994 S Q62702-F963 208 
BF 199 Q62702-F355 82 BF 995 Q62702-F872 214 
BF 240 Q82702-F302 86 BF 996 S Q62702-F964 224 
BF 241 Q62702-F303 86 BF 997 Q62702-F993 232 


= SMD Surface Mounted Devices 
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Erläuterung zu Datenblattwerten 
Angaben zur Qualität 
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Erläuterung zu Datenblattwerten 


Grenzdaten 


Die angegebenen Grenzdaten sind eigenständige Absolutwerte der Bauelement-Belast- 
barkeit, bei deren Überschreitung eine Zerstörung des Bauelementes oder eine nachhal- 
tige Beeinträchtigung seiner Daten bzw. Funktion zu erwarten ist. Bei Bauelementeprü- 
fungen, etwa der Durchbruchspannungen, wie auch in der Anwendung, muß deswegen 
mit entsprechenden Sicherungen das Überschreiten der Grenzdaten zuverlässig verhin- 
dert werden. 


Kenndaten 


Typische Kenndaten charakterisieren den Bauelementetyp unter definierten Betriebsbe- 
dingungen in Zahlen und Diagrammen, sie sind nicht als Daten jedes einzelnen Exemplars 
aufzufassen. Die aus wichtigen Qualitäts- oder Anwendungserfordernissen angegebenen 
Minimal- und Maximalwerte bezeichnen den tatsächlichen Streubereich der Kenndaten, in 
Diagrammen eingetragene Streukurven in der Regel den überwiegend zu erwartenden 
Streubereich. Die elektrischen Kenndaten sind fallweise nach Gleichstromdaten („statisch") 
und Wechselstromdaten („dynamisch“) gruppiert. 


Als eng mit der Belastbarkeit gekoppelter Kennwert ist der 
Wärmewiderstand als oberer Streuwert unmittelbar nach den Grenzdaten angeordnet. 


Gehäusedaten sind durch Verweis auf Normenblätter oder bemaßte Zeichnung definiert, 
die Verpackungsform wird als nicht bauelement-typische Angabe nur in Sonderfällen im 
Datenblatt genannt (etwa als Bestellnummern-Variante). 


| 
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Angaben zur Qualität 


Lieferqualität 


Die Lieferqualität wird in diesem Datenbuch durch technische Merkmale wie Grenzdaten 
und Streugrenzen der Kenndaten beschrieben. 


Annehmbare Qualitätslage (AQL) 


Zur Beurteilung der annehmbaren Qualitätslage von Lieferlosen werden bei stichproben- 
weisen Überprüfungen der qualitativen Merkmale (Attribute) AQL-Werte zugrunde gelegt. 
Als Grundlage für die Attributprüfung dienen die Einfach-Stichprobenpläne für normale 
Prüfung, Hauptprüfniveau II nach DIN 40080 (oder IEC 410, MIL-STD-105D). 


Fehlerarten, Fehlerklassen 


Ein Fehler liegt vor, wenn ein Bauelementmerkmal nicht den Datenblattangaben ent- 
spricht. Die Fehler werden nach Art und Ausmaß klassifiziert. 


Fehler-Art 


e Fehler an Gehäusen und Zuleitungen 
e Fehler in elektrischen Eigenschaften 


Fehler-Ausmaß 
eo Ein Fehler liegt vor, wenn ein Merkmalswert den spezifizierten Bereich überschreitet. 


e Ein Totalfehler beschreibt den Zustand eines Bauelements, der jede funktionsgemäße 
Verwendung ausschließt. 


AQL-Tabelle 


Fehler-Art 


Totalfehler (mechanisch und elektrisch) 
Summe Fehler statischer (Gleichstrom-)Daten 
Fehler dynamischer (Wechselstrom-)Daten 
Summe Fehler in Gehäusen und Zuleitungen 


AQL-Werte beschreiben nicht die tatsächliche Qualität der einzelnen Lieferlose, sondern 
bestimmen bei Anwendung der Stichprobenpläne die Annahme oder Rückweisung. 


Der prozentuale durchschnittliche Fehleranteil von Auslieferungen liegt im allgemeinen 
unter den AQL-Werten. 
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Verpackung 
Verarbeitungshinweise 
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Verpackung 


Jede Verpackungseinheit regulärer Lieferungen trägt Aufdrucke mit Informationen über 
Hersteller, Typ, Anzahl, Herstelldatum und -ort, Loszugehörigkeit, ESD-Empfindlichkeit, 
Paarung usw. Diese für den Inhalt verbindlichen Angaben kennzeichnen im Klartext insbe- 
sondere Typen, deren Bauformen keine ausführliche Bestempelung zulassen und sind zur 
Rückmeldung wichtig, sollten einmal Reklamationen nötig sein. 


Schüttgut ist die allgemeine ungerichtete Verpackungsform („bulk packaging“), die eine 
ungehinderte Einzelentnahme ermöglicht, bei automatischer Gerätebestückung aber rich- 
tungsorientierende Zufuhrstationen erfordert. Sie gilt, insbesondere bei T-plast- und 
X-plast-Bauelementen, als normale Verpackungsform. Gurtung ist in standardisierten Ver- 
sionen bei TO 92- und SMD-Gehäusen vorgesehen, bei Dioden mit axialen Anschlußdräh- 
ten (DO 35) ist sie normale Verpackungsart. 


Die folgende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die derzeitigen Gurtformen. Zu 
Einzelheiten über Maßtoleranzen oder Variationen der Orientierung erbitten wir Ihre An- 
frage. 


Gurtung: TO 92-Gehäuse 
(Gurtung von Bauteilen mit „radialen Anschlüssen") 


Die Bauteile sind einseitig fixiert. Grundsätzlich ist in der Gurtablaufrichtung die Lage der 
Flachseite des Gehäuses, damit der Anschlüsse-Orientierung, zu beachten (s. Skizzen). 
Die Gurtmaße entsprechen DIN IEC-Normen-Vorschlägen. Die Drahtanschlüsse sind re- 
gelmäßig auf das in-line-Rastermaß 200 mil, entsprechend 5mm (der äußeren An- 
schlüsse), gekröpft. Der Gurt wird mit 1500 Stck. auf Rollen (achteckiger Umriß) mit Pa- 
pierzwischenlage und Wellpappeabdeckung geliefert; Faltverpackung („ammo-pack“) ist 
mit 1000 Stck./Karton — Zusatzkennung E6325 zur Typenbezeichnung — lieferbar. 


Zusatzkennung zur Typenbezeichnung 


Typenkennzeichnung 


E6288 E6269 Rastermaß 508 


Abrollrichtung 


Abrollung 
von oben n ® 
gesehen 55max. 


Regelmäßiges Achteck 
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Verpackung 


Gurtung: DO 35-Gehäuse 
(Gurtung von Bauteilen mit „axialen Anschlüssen“) 


Standardlieferform ist der auf achteckige Pappe-Kunststoffrollen gewickelte doppelt ge- 
führte Gurt gemäß DIN IEC 52.133, EIA RS 481 mit einer maximalen Füllmenge von 15 000 
Stck. je Rolle. 


Die Faltverpackung des Gurtes im Karton wird nur für kleine Mustermengen oder nach 
besonderer Vereinbarung verwendet; ebenso bedarf die Beifügung einer Schutzpapier- 
bahn zwischen den Gurtlagen einer vertraglichen Regelung. 


Die Dioden sind polaritätsorientiert gegurtet; das farbige (in der Regel rote) Klebeband 
weist zur Kathodenseite, das weiße Klebeband zur Anode. 


Die Trennung von — unter Datenblattbedingungen nicht mischbaren Paarungsgruppen 
(etwa bei gleichlaufsortierten Kapazitätsdioden) erfolgt durch 6 Leerstellen. Die Aufrol- 
lung wird mit einer Lage Wellpappe fixiert. 


Typenkennzeichnung 


rot,Kathode weiß, Anode 


6 6  _Abrollung von 
oben gesehen 
83max. 


Regelmäßiges Achteck 


He — 65 —— 


2rx 


Verpackung 


Gurtung: SMD-Gehäuse (SOT 23, SOT 143, SOD 80, Mini-plast) 


Die Bauteile sind in Vertiefungen des 8-mm-Metall- oder Kunststoffprägebandes rich- 
tungsorientiert verdrehsicher eingelegt und mit einer abziehbaren Abdeckfolie fixiert. Der 
Mittelpunkt des Bauelement-Faches ist gelocht. Das Band wird mit 3000 (bei SOD 80 mit 
2500) Bauelementen bei einem Rollendurchmesser von 18cm bzw. mit 10000 (bei 
SOD 80 mit 7500) Bauelementen bei einem Rollendurchmesser von 33 cm aufgespult. Die 
Rollen sind in paßgerechte Kunststoffschachteln eingelegt. 


Die Verpackung entspricht der Norm DIN IEC 286-3. 


Bauelementorientierung Typenkennzeichnung 


geprägtes 
Trägerband Deckfolie 


SOT 143 
SOD 80 Kathode 

AR : Abrollung 
Jen von oben 
p gesehen 

(D Abrollung 
Leerfach Ey 1175 von oben 
gesehen 
8mm-Film-Spule 
35 r 
a— 8 ——— 
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Verarbeitungshinweise 


EGB, Elektrostatisch Gefährdete Bauelemente 


ESD (Elektro Static Discharge)-empfindliche Bauelemente werden in „antistatischer“ Ver- 
packung geliefert. Das aufgedruckte Warnschild verweist auf die Notwendigkeit von 
Schutzmaßnahmen gegen unkontrollierte Überlastung der Bauelemente durch elektrische 
Entladungen, beginnend beim Öffnen der Packung. 


Wärmeableitung 


Die im Betrieb entstehende Verlustwärme des aktiven Halbleitergebietes muß durch ge- 
eignetes Schaltungslayout abgeführt werden: Für die hier beschriebenen Klein- 
signaltypen übernimmt die Schaltungsplatine maßgeblich die Wärmeabfuhr und -vertei- 
lung. 


Die in den Datenblättern angegebenen Maximalwerte des Wärmewiderstandes A, Wer- 
den bei T-plast, X-plast, TO 92 und Diodenbauformen gegen ruhende Umgebungsluft bei 
nur geringer Wärmeableitung durch die Anschlüsse bestimmt und gelten ohne weiteres 
für die üblichen Einbauarten. 


Der A, der SMD-Bauteile, z.B. SOT23, SOT 143, wird auf Keramik-Testsubstraten 
(s. Bild) ebenfalls gegen Luft gemessen; hier ist für den Einbau in Leiterplatten der dann 
um ca. 90 K/W höhere Wärmewiderstand zu berücksichtigen. 


AL.O,-Testsubstrat, Metallisierung Wärmewiderstand SOT 23, SOT 143 
K« 
W 
ZZ 600 er 
9 
9 Rınsa 
Z 
500 1 
| F 
_ 400 
SOT 143 am SE u 
Th 
Keramik-Abmessungen: 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 
ax _ Leiterplatte || 
——— Keramiksubstrat | 
200 I 
0 2 [A 6 8. mm? 


—— Kollektorfläche 


2x 


Verarbeitungshinweise 


Mechanische Beanspruchung 


Bei Zurichtung und Einbau ist auf Freiheit der Teile von mechanischen Spannungen zu 
achten; gefährdet ist vor allem die Verankerung der Anschlüsse im Gehäuse, deren Lok- 
kerung Bauelementeausfall erwarten läßt. 


e Abbiegen der Anschlüsse erfordert mechanische Entlastung zwischen Biegestelle und 
Gehäuse. Direkt am Gehäuse ansetzende Biegung senkrecht zur Bandebene (bei 
schonender Durchführung) ist bei T- und X-plast zulässig. 


e Bandförmige Anschlüsse (z.B. bei T-plast) sollen nicht in Bandebene gebogen werden. 


e Wiederholte Biegung an der gleichen Stelle ist unzulässig. 


Einbau 


Bei der Lötung ist auf verspannungsfreie Fixierung des Bauelementes vor dem Lötvor- 
gang zu achten. Die für Schwall-Lötung von SMD-Bauteilen verwendeten Kleber müssen 
sich chemisch und elektrisch neutral verhalten. 


Die Bauteile dürfen beim Lötvorgang nicht unzulässig hohen Temperatur-Zeit-Belastun- 
gen ausgesetzt werden, die folgenden Tabellen geben entsprechende Hinweise. 


Zulässige Lötbeanspruchung DO 35 


Freie Anschlußlänge 1,5 2,5 5 mm 
Löttemperatur 245 °C 4 6 13 s 
Löttemperatur 260 °C 3,5 4 10 s 
Kolbenlötung 300 °C 3 3,5 8 s 


Zulässige Lötbeanspruchung T-plast, X-plast, TO 92 


Freie Anschlußlänge 0,5 1,5 5 mm 
Löttemperatur 245 °C 4 5 10 s 
Löttemperatur 260 °C 3 5 5 s 
Kolbenlötung 300 °C 2,5 3 5 E} 


Zulässige Lötbeanspruchung SMD-Bauteile 


Schwall-Lötung 260 °C, 8 sec 
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Dioden 


Vx 


Silizium-Schalterdioden 


e Zur Verwendung als Bereichs- 
umschalter in TV-Tunern 


Typ BA 243 BA 244 
Best.-Nr. Q62702-A521 Q62702-A421 
Farbe gelb 

Grenzdaten 

Sperrspannung Vr 
Durchlaßstrom I 
T,< 60°C 

Sperrschichttemperatur T; 
Lagertemperatur T gta 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 


30 


BA 243 
BA 244 


DO 35 DHD 
Kathode 90,54 


ni ee 


35 v 
100 mA 
150 6 
—55...+ 150 °o 

| 400 | K/w 


Vx 


BA 243 
BA 244 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Durchlaßspannung 
I; = 100 mA 


Sperrstrom I 
= 18V 


nA 


Diodenkapazität Cr 


pF 
V} = 15V, f= 1MHz 


Flußwiderstand [7 
I: = 10 mA, f= 100 MHz 

BA 243 

BA 244 


Sperrwiderstand 1/9 
Vr = 1V, f= 100 MHz 


Serieninduktivität Ls 


31 
Vx 


BA 243 S 
BA 2445 


Silizium-Schalterdioden 


e Für elektronische 
Bandumschaltung in TV-Tunern 


e Niedriger differentieller Flußwider- 
stand und keine Diodenkapazität 


Typ BA 2435 BA 244 S 


062702-A607 062702-A618 


DO 35 DHD 
Kathode 80,54 


ah 


Grenzdaten 

Sperrspannung Vr 
Durchlaßstrom I: 
T,< 60°C 

Sperrschichttemperatur T, 
Lagertemperatur Tayg 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 
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35 V 
100 mA 
150 °C 
—55...+ 150 °C 

| z400 | K/w 


Vx 


Kenndaten (T, = 25°C) 


Durchlaßspannung 


I- = 100 mA 
Sperrstrom 
V, = 15V 
Diodenkapazität, {= 1 MHz 
V, = 15V 

5V 

1V 


Flußwiderstand, f= 100 MHz 
BA 243 S: I; = 10 mA 
2mA 


BA 244 S: IF = 10 mA 
2mA 


Sperrwiderstand 
Va = 1V, f= 100 MHz 


Serieninduktivität 


rt 


1/9 


Ls 


min 


100 


BA 243 S 


BA 244 S 
max 
1 V 
50 nA 
pF 
1,5 pF 
0,7 Q 
2 Q 
0,5 Q 
_ Qd 
_ kQ 
_ nH 


9x 


BA 282 


Silizium-Schalterdioden BA 283 
e Für elektronische Bandumschaltung DO 35 DHD 
in TV-Tunern 


Kathode 0,54 
e Niedrige Diodenkapazität / 
bei kleiner Sperrspannung Mir 
1,6 
e Kleine Durchschaltverluste ur 3,8 sn 


BA 283 
Q62702-A429 


Typ 


Q62702-A428 


gelb 


Grenzdaten 

Sperrspannung Va 35 V 
Durchlaßstrom I. 100 mA 
T,< 60°C 

Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur Tara —585...+ 150 °C 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Run | 400 | K/w 
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BA 282 
BA 283 


Kenndaten (T, = 25 °C) 


min | typ max 


Durchlaßspannung V _ _ 1 

I- = 100 mA 

Sperrstrom I _ _ 50 nA 

V, = 20V 

Diodenkapazität,f= 1 MHz Cr 

BA 282: \, = 1V _ _ 1,8 pF 
3V _ _ 1,2 pF 

BA 283: „,) = 1V _ _ 1,5 pF 
3V _ = 1 pF 

Flußwiderstand, f= 100 MHz fr 

BA 282: , = 3mA —_ _ 0,7 Q 
10 mA _ _ 0,5 Q 

BA 283: 7 = 3mA _ _ 1,2 Q 
10 mA _ _ 0,9 Q 

Sperrwiderstand 1/9, _ 100 _ kO 

Vr = 1V, f= 100 MHz 

Serieninduktivität Ls _ 2,5 _ nH 


3x 


Silizium-PIN-Schalterdiode 


e Geeignet als Hochfrequenzschalter 
über 10 MHz; insbesondere zur 
Bandumschaltung in TV-Tunern 


e Hohe Sperrdämpfung 


e Niedrige Durchschaltverluste 


Q62702-A632 
Farbe 


Grenzdaten 


Sperrspannung 
Durchlaßstrom 

T,< 60°C 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 


36 


Rına 


BA 284 


DO 35 DHD 
Kathode 0,54 


vw = agaanb 


35 V 
100 mA 
150 + 
—65...+ 150 a0 

| <400 K/W 


Vx 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Durchlaßspannung 


Ir = 100 mA 
Sperrstrom 
V, = 20V 
Diodenkapazität, = 1 MHz 
V),= 1V 

20V 
Flußwiderstand, {= 100 MHz 
I, = 3mA 

10 mA 
Sperrwiderstand, V)k = 1V 
f= 1MHz 

100 MHz 


Serieninduktivität 


Tr 


1/9 


Ls 


BA 284 


37x 


Silizium-PIN-Diode 


Vorläufige Daten 


e Stromgesteuerter HF-Widerstand 
für Schalt- und Regelanwendung 


e Nutzbarer Frequenzbereich 
1 MHz...1 GHz 


062702-A732 


Grenzdaten 


Sperrspannung 
Durchlaßstrom 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 
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BA 389 


DO 35 DHD 


Kathode 80,54 


— 


30 V 
50 mA 
150 > 
—65...+ 150 “2 

| <400 | K/w 


Vx 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Durchlaßspannung 
I = 50 mA 


Sperrstrom 
V, = 30V 


Diodenkapazität 
V, = 10V, f= 1MHz 
OV, 100 MHz 


Flußwiderstand, {= 100 MHz 


I = 1,5 mA 
10 mA 
Sperrleitwert 


Vr = 0V, f= 100 MHz 


Serieninduktivität 


BA 389 


39x 


BA 389 


Durchlaßkennlinie /- = f(Vr) 


mA 
100 


0, 


0,01 
0,4 0,6 0,8 1,0V 


—-lh 


Durchlaßwiderstand r; = f (Ir) 
f= 100 MHz 


Q 
1000 


Tr 


100 Ei 


1 
01 1 10 100mA 
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Sperrleitwert I = fFllr) 


PS 
100 
% 
80 
I 
60 
40 77 
20 Gm im 
a a a a a a u u 
0 
0 10 20 30V 


Diodenkapazität C7 = f(VR) 


pF 
10 


0,9 


Cr 
0,8 
0,7 


0,6 


0,5 


0,4 


f= 100MHz 


0,3 


0 10 20 30V 


Vx 


Silizium-PIN-Dioden 


BA 682 
BA 683 


Vorläufige Daten 


e Für VHF-Bandumschalter 
in TV-Tunern 


e Niedrige Durchschaltverluste 
e Hohe Sperrdämpfung 


e Glas-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Typ” BA 682 BA 683 
Best.-Nr. Gurt: Q62702-A723 | Gurt: Q62702-A145 


Grenzdaten 

Sperrspannung Vr 35 
Durchlaßstrom Ir 50 
Betriebstemperatur Tas, 100 
Lagertemperatur Tata —55...+ 150 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Asa | z400 


") Die Typenbezeichnung ist auf der Verpackung aufgestempelt. 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Durchlaßspannung 
I; = 50 mA 


Sperrstrom 
V, = 20V 


Diodenkapazität, = 1 MHz 
BA 682: (7, = 1V 

3V 
BA 683: %, = 1V 

3V 


Flußwiderstand, f= 100 MHz 
BA 682: 5, = 3mA 


10 mA 
BA 683: ,5 = 3mA 

10 mA 
Sperrwiderstand 


Vr = 1V, f= 100 MHz 


Serieninduktivität 
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rr 


1/9 


Ls 


BA 682 
BA 683 


Vx 


BA 682 
BA 683 


Durchlaßstrom Ir = f(Vr) Diodenkapazität Cı = f(Vr) 
T,=235°C f= 1MHz 
mA pF 
102 15 
5 5 G 
10' 10 
5 
A| 
10° 05 T r 
5 
— 
10" 0 
0 10 20 V 


Flußwiderstand r; = f (Ir) 
f= 100 MHz 


02 tt 11 
0 4 IBBBEL J 
sm: 1 2 ;%» 30 mA 


Silizium-PIN-Diode 


BA 885 


Vorläufige Daten 


e Stromgesteuerter HF-Widerstand 


e Nutzbarer Frequenzbereich: 
1 MHz...2 GHz 


e Besonders geeignet als Polarisations- 


schalter in TV-SAT-Tunern 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Typ BA 885 

Best.-Nr. Schüttgut: Q62702-A742 | Gurt: Q62702-A608 

Stempel PA 

Grenzdaten 

Sperrspannung Vr 50 
Durchlaßstrom Ir 50 
Betriebstemperatur Tess 100 
Lagertemperatur Tara —65...+150 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rınsa | z450 


) Bei Montage auf AL2O,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm. 
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| Kıw" 


Vx 


BA 885 


Kenndaten (T, = 25°C) 


Durchlaßspannung V 
I; = 50 mA 
Sperrstrom Ir 
V = 30V 
Diodenkapazität Cr 
V = 10V, f= 1MHz 

0oV, 100 MHz 


Flußwiderstand, f= 100 MHz If 
I; = 1,5 mA 

10 mA 
Sperrleitwert % 


Vr = 0, f= 100 MHz 


Diodenkapazität Cr = f(VR) Flußwiderstand 7; = f(Ir) 
f= 1 MHz/100 MHz f= 100 MHz 
pF Q 
"I IBIEN N Hess: 
Mt 1 
Cı [ 5 [| 
08 Eu; Hi 
| 102 
06 em Ei 
5 u 
| III 
tt HH 
04 


e Ei 
tf= 1MHz 
= H 


02 2 r u 


a 


m 
=} 
{=} 
= 
8 
Bl 
+ 


() l 
0 ii) 20 30 v 10°" 5 10 N) 5 102 mA 


—y —; 


AyxX 


Silizium-Abstimmdiode 


e Zur Frequenzabstimmung 
von AM-Empfängern 


e Spezifizierter Durchstimm- 
bereich von 1...8,5 V 


Typ BB 112 
Best.-Nr. | Q62702-B240 


Grenzdaten 


Sperrspannung 
Durchlaßstrom 

T,< 60°C 
Betriebstemperatur 
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BB 112 


TO 92 


Raster 2,54 
Vr 12 V 
Ir 50 mA 
Top —55..+ 85 °C 


Vx 


BB 112 


Kenndaten (7, = 25 °C) 


Gleichstromdaten 


Sperrstrom 
Vr = 10V 


10V, 7, = 60°C nA 


Wechselstromdaten 


Diodenkapazität, = 1 MHz C- 
V,=1V 

85V 
Kapazitätsverhältnis Cr1 
V} = 1V/85V C; 8,5 
Serienwiderstand rs 
V = 1V,f= 0,5 MHz 
Gütefaktor Q 
Vr = 1V, f= 0,5 MHz 
Temperaturkoeffizient der Diodenkapazität TC. 
Vr = 1V, f= 1MHz 
Kapazitätsgleichlauf in Bestückungssätzen ACı 
V, = 1...8,5V C 


Ag 


BB 112 


Diodenkapazität Cı = f(V,) 


Cr 


300 


200 


100 


Kapazitätshub 
Cr/Crıv = flVp) 
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Kapazitätshub 
Cr/Cyrer = f(VR) 


Temperaturkoeffizient der 
Sperrschichtkapazität 
TC. = f(VR) 

10* 

K 


10 IT 
Ee—— 


TC 


Vx 


Silizium-Zweifach-Abstimmdiode 


BB 204 


e Für FM-Tuner 


e Monolithische Konstruktion mit 
gemeinsamer Kathode gewährleistet 
Gleichlauf beider Teildioden 


e Gleichmäßiger Verlauf nach 
quadratischem Gesetz 


e Für verzerrungsfreie Gegentakt- 
schaltung in HiFi-Tunern 


e Kapazitäts-Gruppierung bei 3 V, 
390 V für Geräte mit hoher 
Versorgungsspannung 


Best.-Nr. Q62702-B57-X5 


Q62702-B58-X6 


blau 


Grenzdaten je Diode 


Sperrspannung Vr 
Spitzensperrspannung Von 
Durchlaßstrom Ir 
T,< 60°C 

Lagertemperatur Tara 


TO 92 


Ri 
Raster 2x 1,27 


30 V 
32 V 
50 mA 
—55...+ 100 °C 


BB 204 


Kenndaten je Diode (T, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Durchbruchspannung 
I = 10uA 


Sperrstrom Ir 
Vr = 30V 
30V, 7T,=60°C 


nA 
nA 


Wechselstromdaten 


Diodenkapazität, f= 1 MHz Cı 
VA = 3V, grün pF 
3V, blau pF 

V, = 30V, grün pF 
30 V, blau pF 

Kapazitätsverhältnis, {= 1 MHz Cr3 _ 

Vr = 3V,30 V Cr30 

Serienwiderstand MR Q 

C- = 38 pF, f= 100 MHz 

Gütefaktor Q > 

C- = 38 pF, f= 100 MHz 

Temperaturkoeffizient der Diodenkapazität TC, ppm/K 


Va = 3V, f= 1MHz 


50 Vx 


BB 204 


Diodenkapazität Cr = f (Vr) 
je Diode, f= 1 MHz 


pF 
80 17T TT] II T 1 
CG % 


Temperaturkoeffizient der 
Diodenkapazität TC. = f(VR) 
je Diode, f= 1 MHz 


107 Beer 


TC. 


10° a 
10° 1! 10? v 
—oh 


Kapazitätshub C7,./Cr = f(Vn) 
je Diode; Vs = 1V,2 V,3 V: f= 1 MHz 


5 
Cı ref 
&r 
[A 
av 
Tai 
3 
Ser Crvl Cr 
G GH 
1 1 RER BEE 
0 
0 10 20 30V 


Sx 


Silizium-Zweifach-Abstimmdiode 


e Für FM-Tuner 


e Monolithische Konstruktion mit 
gemeinsamer Kathode gewährleistet 
Gleichlauf beider Teildioden 


e Gleichmäßiger Kapazitätsverlauf nach 
quadratischem Gesetz 


e Für verzerrungsfreie Gegentakt- 
schaltung in HiFi-Tunern 


e Kapazitätsgruppierung bei 2 V, 8 V für 
Geräte mit niedriger Versorgungs- 
spannung 


e In farbcodierten Paarungsgruppen 
sortiert lieferbar (s. nächste Seite) 


Typ BB 304 
Best.-Nr. Q62702-B84 


Grenzdaten je Diode 


Sperrspannung 
Spitzensperrspannung 
Durchlaßstrom 

T,< 60°C 
Lagertemperatur 
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— + 
Raster 2x 1,27 


Vh 30 
Ya 32 
h 50 
Fan —55...+ 100 


BB 304 


TO 92 


mA 
°C 


Vx 


BB 304 


Kenndaten je Diode (7, = 25 °C) 


Sperrstrom Ir 
Vr = 30V 
30V, 7, =60 °C 

Diodenkapazität C- 
V. = 2V, f= 1MHz 
Kapazitätsverhältnis Cı2 
VrR = 2V,8V, f= 1MHz C8 
Serienwiderstand fs 
C- = 38 pF, f= 100 MHz 
Gütefaktor Q 
C- = 38 pF, f= 100 MHz 
Kapazitätsgruppen Cr 
Vr=2V,f= 1MHz 
Gruppe: rot 

gelb 

weiß 

grün 

blau 


59x 


BB 304 


Diodenkapazität Cı = f(VR) Kapazitätshub Cy,e/Cr = f(VR) 
je Diode, f= 1 MHz je Diode; Va, = 1V,2V; f= 1 Mhz 
pF 
80 TTTT BEE 2,5 
- Crret 
G n C 
2 L.* 
TV 
60 Ip: 
50 15 
40 14 
(11 Aarau 1 
1 Cı 
30 
TIL] 
20 
0,5 
ot BENEEENEEENENEE 
TER CE 
je a EFF 
0 2 Li 6 8 10V 


Temperaturkoeffizient der 
Diodenkapazität TC. = f(VR) 
je Diode, f= 1 MHz 


Ki 
K 
107 n 
FEHHH East 
gan 
TC. Ser 71 
Bun 
10° 
10° 10! 102 V 


—h 


54 Vx 


Silizium-Zweifach-Abstimmdiode 


Vorläufige Daten 


e Für FM-Tuner mit erweitertem 
Frequenzbereich 


e Spezielles Implantationsprofil 
gewährleistet hohen Kapazitätshub 


e Besonders geeignet für Auto- 
empfänger 


e Monbolithische Konstruktion für besten 
Kapazitätsgleichlauf beider Teil- 
dioden, 
gemeinsamer Kathodenanschluß 


e Kapazitätsgruppierung auf Anfrage 


Typ BB 314 
Best.-Nr. Q62702-B397 


Grenzdaten je Diode 


Sperrspannung 
Spitzensperrspannung 
Durchlaßstrom 

T,< 60°C 
Lagertemperatur 


4 
Raster 2x 1,27 


—55...+ 100 


BB 314 


TO 92 


<< 


mA 


°C 


5x 


BB 314 


Kenndaten je Diode (7, = 25 °C) 


Sperrstrom 


Vr = 16V nA 
16V, 7, = 60°C nA 

Diodenkapazität, = 1 MHz C 

VA = 2V pF 
8V pF 

Kapazitätsverhältnis C2 — 

VRr = 2V,8V; f= 1MHz C,8 


Diodenkapazität Cr = f(Vr) 
je Diode, f= 1 MHz 


80 
GC m 
60 
50 
10 


30 


56 Vx 


Silizium-Abstimmdiode 


BB 409 


e Zur Abstimmung in VHF-TV-Tunern 
der FCC- und OIRT-Norm 


Typ 


Q62702-B112 


Grenzdaten 


Sperrspannung 
Spitzensperrspannung 
Durchlaßstrom 

T,< 60°C 
Lagertemperatur 


DO 35 DHD 
Kathode 90,54 


u! 


Va 28 v 
Van 30 v 
& 20 mA 
Tr —55...+ 150 °6 


Kenndaten (7, = 25 °C) 


Sperrstrom 
Vr = 28V 
28V, 7, =60°C 


Diodenkapazität, {= 1 MHz 
VRR = 3V 
25V 


Kapazitätsverhältnis 
Vr = 3V,25V; f= 1MHz 


Kapazitätsgleichlauf 
in Bestückungssätzen 
Vr = 1V...28V 


Serienwiderstand 
C- = 12 pF, f= 100 MHz 


Gütefaktor 
V, = 3V, f= 50 MHz 
25V, 200 MHz 


Serieninduktivität 


Temperaturkoeffizient der 
Diodenkapazität, f= 1 MHz 
V.= 83V, 

25V, 
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In 


E 


TC. 


BB 409 


1/K 


Vx 


Sperrstrom I, = f(Vr) 


Temperaturkoeffizient der 
Diodenkapazität TC. = f(VR) 


% 


TC: 


na] 
[1 
5 


BB 409 


Diodenkapazität C- = f(V}) 


pF 


6or TTTTT T7 


Gütefaktor Q = f(f) 
Va = Parameter 


BB 505 B 
Silizium-Abstimmdioden BB 505 G 


e Für UHF- und VHF-Tuner DO 35 DHD 


Kathode 80,54 


ah 


BB 505 B 


062702-B37 


orange 


BB 505 G 
Q62702-B270 


Typ 


Grenzdaten 

Sperrspannung Vr 28 V 
Spitzensperrspannung Vam 30 V 
Durchlaßstrom Ir 20 mA 
T,< 60°C 

Betriebstemperatur Ts —55...+ 100 °C 
Lagertemperatur Taıg —55...+ 150 °C 


60 VX 


BB 505 B 
BB 505 G 


Kenndaten (7, = 25 °C) 


min |typ max 


Sperrstrom Ir 
V, = 28V _ —_ 20 |nA 
28V, T,= 60°C _ —_ 05 [yA 

Diodenkapazität, {= 1 MHz Cr 

BB505B:\,), = 1V _ 175 |\— pF 
28 V 185 | — 2,25 |pF 

BB505G: (= 1V _ 1775 |- pF 
28V 1,8 _ 2,4 |pF 

Kapazitätsverhältnis Cr 

V, = 1V,28V; f= 1 MHz C:28 

BB 505 B 77 _ 9,4 — 

BB 505 G 75 —_ 9,5 _ 

Kapazitätsgleichlauf ACı _ _ 3 % 

in Bestückungssätzen C 

V} = 0,5V...28 V 

Serienwiderstand Fi 

C- = 9pF, f= 470 MHz 

BB 505 B _ _ 07 |Q 

BB 505 G _ _ 1 Qd 

Serieninduktivität Ls _ 3 _ nH 

Temperaturkoeffizient 

der Diodenkapazität 

V,= 1V,f= 1MHz TC. _ 480 _ ppm/K 

61 


Vx 


Diodenkapazität Cr = f(V}) 


f= 1MHz 


pr 
24 


Ct 20 


16 
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BB 505 B 
BB 505 G 


Vx 


BB 515 B 
Silizium-Abstimmdioden BB 515 G 


Vorläufige Daten Mini-plast 


Kathode 0...01 


| 


e Für UHF- und VHF-TV-Tuner 


e Hohe Güte und Großsignalfestigkeit 
durch speziell geführte Implantation 


5° 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


0,25min 


1,35max. 


Typ BB515B BB515G 
Best.-Nr. | Q62702-B398 Q62702-B399 


Grenzdaten 
Sperrspannung Vr 28 V 
Spitzensperrspannung Vam 30 V 
Durchlaßstrom I: 20 mA 
T,< 60°C 
Betriebstemperatur Top —55...+ 100 °C 
Lagertemperatur Torg —55...+ 100 °C 

63 


Vx 


BB 515 B 
BB 515 G 


Kenndaten (7, = 25 °C) 


Sperrstrom 
V} = 28V 
28V, T,=60°C 


Diodenkapazität, f= 1 MHz 
BB515B: (= 1V 

28V 
BB515G:\", = 1V 

28 V 


Kapazitätsverhältnis 

Vr = 1V,28V; f= 1MHz 
BB515B 

BB515G 


Kapazitätsgleichlauf 

in Bestückungssätzen 
Vr = 0,5V...28 V 
Serienwiderstand 

C- = 9pF, f= 470 MHz 
BB515B 

BB515G 


Serieninduktivität 


pr 


24 EIEFEI-BEDN: 


Cr 


0,3 1 3 10 
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Ir 
20 
0,2 
Cr 
2,25 
2,4 
CH 
C-28 
95 
95 
AC- 
Cr 
rs 
Le = 


Diodenkapazität Cr = f(VR) 
f=1MHz 


Vx 


Silizium-Abstimmdioden 


BB 609 A 
BB 609 B 


e Für die Durchstimmung 
breiter Frequenzbereiche in 
VHF- und CATV-Tunern 


e In den Anwendungsgruppen 
A und B lieferbar 


BB609 A 


Q62702-B196 


weiß 


Typ BB 609 B 


Grenzdaten 


Spitzensperrspannung 
Durchlaßstrom 

T,< 60°C 
Betriebstemperatur 
Lagertemperatur 


Q62702-B197 


L 28,9 


DO 35 DHD 
80,54 


38 m—28,9 


Kathode 


30 V 

20 mA 
—55...+ 100 GC 
—55...+ 150 ’G 


6%x 


BB 609 A 


BB 609 B 
Kenndaten (7, = 25 °C) 
min |typ max 
Sperrstrom Ir 
Vr = 30V _ _ 20 nA 
30V, 7, =60°C _ _ 200 |InA 

Diodenkapazität, {= 1 MHz Cr 
BB609A: „= 1V 325 |—- —_ pF 

28V 2:5 _ 3 pF 
BB609B: V,= 1V 335 | —- _ pF 

28 V 2,8 — 3,2 pF 
Kapazitätsverhältnis C1 12 _ 15 _ 
VR = 1V,28V; f= 1 MHz C-28 
Kapazitätsgleichlauf AC- —_ _ 2,5 % 
in Bestückungssätzen C 
Vr = 1V...28V,f= 1MHz 
Serienwiderstand fs _ 0,7 1 Q 
C- = 12 pF, f= 100 MHz 
Serieninduktivität Ls _ 8 _ nH 


Diodenkapazität C- = f(V5) 
f=1MHz 


pr 
60 


40 


30 


20 


0,3 1 3 
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Vx 


Silizium-Abstimmdiode 


Vorläufige Daten 


e Für Hyperband-TV-Tuner, Bd I 


e Nutzbares Kapazitätsverhältnis > 19 


Typ BB 610 
Best.-Nr. | Q62702-B400 


Grenzdaten 


Sperrspannung Yp 
Durchlaßstrom Ir 
T,< 60°C 

Betriebstemperatur Top 
Lagertemperatur 


BB 610 


DO 35 DHD 
Kathode 90,54 


ne 


30 V 

20 mA 
—55...+ 100 °C 
—55...+ 150 ”G 


67, x 


BB 610 


Kenndaten (T, = 25 °C) 


Sperrstrom 

V, = 30V u nA 
30V, 7T,=60°C _ _ 200 | nA 

Diodenkapazität, f= 1 MHz Cr 

V„= 1V —_ 69 _ pF 
28V —_ 335 |— pF 

Kapazitätsverhältnis Cr1 19 _ _ m 

V. = 1V,28V; f= 1MHz C,28 

Kapazitätsgleichlauf ACı _ _ 25 % 

in Bestückungssätzen C- 

Va = 1V...28V, f= 1MHz 

Serienwiderstand rs _ 1,3 _ 8 


Diodenkapazität Cr = f(V,) 
f= 1MHz 


pF 


100 IBRIN 


0,3 1 3 10 30 V 


68 VX 


Silizium-Abstimmdioden 


BB 619 A 
BB 619 B 


Vorläufige Daten 


e Für VHF-TV-Tuner mit 
breitem Frequenzbereich 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Mini-plast 


Kathode 0 


1,35max. 


Typ BB619 A BB 619 B 

Best.-Nr. Q62702-B401 Q62702-B402 

Grenzdaten 

Sperrspannung Vr 30 V 
Durchlaßstrom Ir 20 mA 
T,< 60°C 

Betriebstemperatur Ten —55...+ 100 °C 
Lagertemperatur Tara —55...+ 100 °C 


6%x 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Sperrstrom Ir 
V, = 30V 
90V, T,= 60°C 

Diodenkapazität, = 1 MHz Cr 
BB619A:V, = 1V 

28 V 
BB619B:V\, = 1V 

28V 
Kapazitätsverhältnis Cr1 
V, = 1V,28V; f= 1MHz C-28 
Kapazitätsgleichlauf AC-; 
in Bestückungssätzen Cr 
Va = 1V...28V, f= 1MHz 
Serienwiderstand rs 
Serieninduktivität Ba 


Diodenkapazität C} = f(VR) 
f= 1MHz 
pF 
60 


40 


30 


20 


0 
0,3 1 3 10 30V 


70 


BB 619 A 


BB 619 B 

max 

20 nA 

200 |nA 

3 pF 

3,2 pF 

2,5 % 

_ Qd 

= nH 

Vx 


Silizium-Abstimmdiode BB 620 


Vorläufige Daten Mini-plast 


e Für Hyperband-TV-Tuner, Bd I Kathode 0.01 


e Nutzbares Kapazitätsverhältnis > 19 


5o 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


0,25min 


1,35max. 


| 
Typ BB 620 

Best.-Nr. Q62702-B403 

Grenzdaten 

Sperrspannung Vr 30 V 
Durchlaßstrom I 20 mA 
T,< 60°C 

Betriebstemperatur Ton —55...+ 100 °C 
Lagertemperatur Tata —55...+ 100 °C 


Vx 


Kenndaten (7, = 25 °C) 


Sperrstrom 
V, = 30V 
30V, T,= 60°C 


Diodenkapazität, {= 1 MHz 
VYRr= 1V 
28V 


Kapazitätsverhältnis 
V, = 1V,28V; f= 1 MHz 


Kapazitätsgleichlauf 
in Bestückungssätzen 
Vr = 1V...28V, f= 1MHz 


Serienwiderstand 


Diodenkapazität Cr = f(V}) 
f= 1MHz 


pF 


Ir 


100 71 
j 


90 


Cr 


80 Bu 


70 Re 


HN 


50 q 
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20 
200 


BB 620 


Vx 


'Silizium-Abstimmdiode BB 801 


Vorläufige Daten 


e Für Schwingkreisabstimmung 
bis 2 GHz insbesondere in 
TV-SAT-Tunern 


e Niedrige Endkapazität Baus 
e Hoher nutzbarer Kapazitätshub 
e Kunststoff-Miniaturgehäuse 

für Oberflächenmontage (SMD) 
Typ BB 801 
Best.-Nr. Schüttgut: Q62702-B346 
Stempel UF 
Grenzdaten 
Sperrspannung Vr 28 V 
Spitzensperrspannung Vam 30 V 
Durchlaßstrom Ir 20 mA 
T,< 60°C 
Betriebstemperatur Top 100 °C 
Lagertemperatur Tata —65...+ 150 °C 


73 
Vx 


BB 801 


Kenndaten (7, = 25 °C) 


min |typ max 
Sperrstrom I 
V, = 28V _ _ 20 nA 
28V, T,=60°C —_ _ 500 InA 
Diodenkapazität, = 1 MHz Cr 
Vr= 1V = 9 _ pF 
28V _ 1 _ pF 
Kapazitätsverhältnis Cr1 — 9 _ _ 
Vr = 1V,28V; f= 1MHz C:28 
Serienwiderstand fs _ 1 _ Q 
Cr = 9pF, f= 100 MHz 
Gehäusekapazität C. —_ 0,1 _ pF 
f= 1MHz 


Diodenkapazität Cr = f(Vr) 
f= 1MHz 
pF 
12 


G 
10 


30 V 


74 Vx 


Silizium-Zweifach-Abstimmdiode BB 804 


e Für FM-Tuner 


e Monolithische Konstruktion mit 
gemeinsamer Kathode gewährleistet 
Gleichlauf beider Teildioden 


e Gleichmäßiger Kapazitätsverlauf 
nach quadratischem Gesetz 


e Geeignet für verzerrungsfreie 
Gegentaktschaltung in HiFi-Tunern 
Kapazitätsgruppen verfügbar 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


BB 804 


Schüttgut: Q62702-B328 


SF (Kapazitätsgruppenkennung siehe nächste Seite) 


Gurt: Q62702-B356 
Stempel 


Grenzdaten je Diode 


Sperrspannung Vr 18 V 
Spitzensperrspannung Vam 20 V 
Durchlaßstrom Ir 50 mA 
T,< 60°C 

Betriebstemperatur Top 100 °C 
Lagertemperatur Tora —65...+ 150 °C 


Kenndaten je Diode (T, = 25 °C) 


Sperrstrom 
Vr = 16V 
16V, 7, = 60°C 


Diodenkapazität 
Vr = 2V,f= 1MHz 


Kapazitätsverhältnis 
VRR = 2V,8V; f= 1MHz 


Serienwiderstand 
Cr = 38 pF, f= 100 MHz 


Gütefaktor 
C- = 38 pF, f= 100 MHz 


Temperaturkoeffizient der 
Diodenkapazität 
Vr=2V, f=1MHz 


Kapazitätsgruppen" 
Vr, = 2V,f=1MHz 
Gruppe 0 

4 

2 

3 

4 


Cr 


1,65 


0,25 


170 


330 


BB 804 


N) Die Kapazitätsgruppe ist auf dem Bauelement durch Bestempelung mit der Gruppen-Nr. gekennzeich- 


net und auf dem Packzettel vermerkt. Eine Verpackungseinheit (z. B. 8-mm-Gurt) enthält nur Dioden 


einer Sortiergruppe. Eine Bestellung einzelner Kapazitätsgruppen ist nur auf Anfrage möglich. 
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Vx 


BB 804 


Diodenkapazität Cz = f(VR) 
je Diode, f= 1 MHz 


pF 


ST TTITMT 1 


Temperaturkoeffizient TC. = f(Vr) 
je Diode, f = 1 MHz \ 


30 V 


Kapazitätshub ni = f(VR) 
je Diode; Ver = 1V,2V; f= 1 MHz 


U 


1 
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Silizium-Zweifach-Abstimmdiode 


Vorläufige Daten 


e Mit großem Kapazitätshub für 
FM-Tuner mit erweitertem Frequenz- 
bereich 


e Besonders für Geräte mit kleiner 
Abstimmspannung, 
speziell für Autoempfänger 


e Durch monbolithische Konstruktion 
(gemeinsame Kathode) Gleichlauf 
beider Teildioden gewährleistet 


e Kapazitätsgruppierung auf Anfrage 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Best.-Nr. 
Stempel 


062702-B404 


Grenzdaten je Diode 


Sperrspannung 
Spitzensperrspannung 
Durchlaßstrom 

T,< 60°C 
Lagertemperatur 
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BB 814 


—55...+ 100 


mA 


°C 


Vx 


BB 814 


Kenndaten je Diode (7, = 25°C) 


Sperrstrom 
V;, = 16V 
16V, 7, = 60°C HA 
Diodenkapazität, f= 1 MHz Cr 
V, = 2V pF 
8V pF 
Kapazitätsverhältnis C2 —_ 
Vr = 2V,8V; f= 1MHz C8 
Diodenkapazität Cr = f(VR) 
je Diode, {= 1 MHz 
pr 
100 7 - 
Cr 
0,3 1 3 10 20V 
—H 
79 
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Vx 


Transistoren 


Vx 


Silizium-NPN-HF-Transistor BF 199 


e Für nicht geregelte TV-ZF-Verstärkerstu- TO 92 
fen in Emitterschaltung 


e Kleine Rückwirkungskapazität 
durch Schirmdiffusion 


+ 

Typ BF 199 Raster 2x 1,27 Raster 1,27 
Best.-Nr. Q62702-F355 

Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Vero 25 V 
Kollektor-Basis-Spannung Voso 40 V 
Emitter-Basis-Spannung Verso 4 V 
Kollektorstrom Ic 25 mA 
Basisstrom Is 2 mA 
Gesamtverlustleistung Pie 500 mW 
(T,< 25°C) 

Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur Tora —55...+150 °C 
Wärmewiderstand 

Sperrschicht-Umgebung Als | =250 | K/W 


82 Vx 


BF 199 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Basis-Reststrom 


Ves = 40V 

Stromverstärkung Are —_ 

I. =7mA, Ve = 10V 

Basis-Emitterspannung VeE mV 

I-=7mA, Ver = 10V 

Wechselstromdaten 

Transitfrequenz fr MHz 

I-=5mA, Vce = 10V, f= 100 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazität Cop pF 

Ver = 10V, Ver = 0, f= 1MHz 

Optimale Leistungsverstärkung Gpe opt dB 

Ic = 7MmA, Ver = 10V, f= 35 MHz 

Y-Parameter, Emitterschaltung 

Ic = 7 mA, Vor = 10V, f= 35 MHz 
Ihle mS 
Cite pr 
|Yı2e | HS 
®12e Grd 
|Yael mS 
P21e Grd 
GI22e uS 
C22e pF 


ax 


Gesamtverlustleistung Po = f(T,) 


mw 


600 


300 


200 


100 


Kollektorstrom Ic = f(Vpg) 


mA 
16 


150°C 


14 r 


I 


' 12 


—> Ve 


84 


10V 


BF 199 


Unterer Streuwert der Kollektor- 
Emitter-Durchbruchspannung 


Voercer = f(Age) 


V 
50 TT 


VIBRICER 
40 


30 


20 


Kollektorstrom /. = f (Ip) 


mA 
30 - 
20V 
I IF] 15V 
c 10V 
25 Sy 
20 
15 
4 
10 A 
5 
0 l 
0 200 400 600 8001A 


Vx 


BF 199 


Ausgangskennlinien I. = f(Vce) 


mA 
25 

I 
20 


10 


Kurzschluß-Vorwärtssteilheit ya}. = f(Ic) 


f= 35 MHz 
mS 
300 
r I—+ 
Yre| 
200 
15 
_— 10 
V.g=2V 
100 se 
1 
IH 
0 10 20 24mA 
—>] 


Kollektor-Basis-Kapazität c.n = f(Vca) 


f=1MHz 
0,8 u 
{ 
Co 0,7 


0,6 


0,5 


0,4 


0,3 


0,2 


Transitfrequenz fr = f (Ic) 
f= 100 MHz 


MHz 
700 


600 


— 


500 


N 20V. 


400 — 


SV 


300 


Silizium-NPN-HF-Transistoren 


e Für den Einsatz in AM- und FM-Stufen 
e Rückwirkungsarm durch Schirmdiffusion 


e Niedriger Ausgangsleitwert 


Typ BF 240 BF 241 
Best.-Nr. Q62702-F302 Q62702-F303 
Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Gesamtverlustleistung 

(T,< 45°C) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 
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BF 240 
BF 241 


TO 92 


16-01 


1 5.02 


Raster 2x 1,27 Raster 1,27 


40 V 
40 V 

4 V 
25 mA 
2 mA 
250 mW 
150 °C 
—55...+ 150 we 
| = 420 | K/W 


Vx 


BF 240 
BF 241 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Ic = 10 uA 


Ver)cso 


Emitter-Basis-Durchbruchspannung V er)eso 4 _ _ V 
I: = 10 yuA 

Kollektor-Basis-Reststrom Icso —_ _ 100 | nA 
Vos = 20 V 

Basis-Emitter-Spannung VE _ 700 _ mV 
Ic = 1mA, Vor = 10V 

Stromverstärkung Hre 

Ic = 1mA, Ver = 10V 

BF 240 65 _ 220 | — 
BF 241 35 _ 1255 | — 


Wechselstromdaten 

Transitfrequenz 

Ic = 1mA, Ver = 10V 

Kollektor-Basis-Kapazität Och _ 0,3 —_ pF 

Vor = 10V, Vpe = 0V, f= 1MHz 

Rauschzahl F _ 1,7 _ dB 

Ic = 1 mA, Ver = 10V, f= 100 kHz 

Rs= 3009 

Ausgangsleitwert I22e 

I. = 1mA, Ver = 10V, f= 10,7 MHz _ _ 10,5 [uS 
0,5 MHz _ _ 8,3 „WS 
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BF 240 
BF 241 


Gesamtverlustleistung Pı« = f(T,) 


mW 
300 


200 


100 


0 u) 100° 150°C 


88 Vx 


BF 254 
Silizium-NPN-HF-Transistoren BF 255 


e Für AM-FM-Stufen TO 92 


1,601 


1 5+02 


+ 

Raster 2x 1,27 Raster 1,27 
Typ BF 254 BF 255 
Best.-Nr. Q62702-F201 Q62702-F202 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Voro 20 V 
Kollektor-Basis-Spannung Voss 30 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 V 
Kollektorstrom Ic 30 mA 
Gesamtverlustleistung Pit 250 mW 
(T,< 45°C) 
Sperrschichttemperatur T; 150 GC 
Lagertemperatur Tara —65...+ 150 °C 
Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rex | z420 | K/w 


Or 


Kenndaten (7, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Stromverstärkung 

Ic = 1mA, Ver = 10V 
BF 254 

BF 255 


Basis-Emitter-Spannung 
Ic = 1mA, Ver = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz 

Ic = 1mA, Ve = 10V, f= 100 MHz 
BF 254 

BF 255 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Vos = 10V, Var = OV, f= 1MHz 


Kollektor-Emitter-Kapazität 
Ver = 10V, Ve: = OV, f= 1 MHz 


Rauschzahl 

Ic. = 1mA, Ver = 10V 

f= 1MHz, gs = 1,5 mS$” 
100 MHz, 10 mS” 


0 gs = Generatorleitwert 


90 


BF 254 
BF 255 


MHz 
MHz 


Vx 


BF 254 
BF 255 


Wechselstromdaten (Fortsetzung) 


Y-Parameter, typische Werte, /.=10 V 


f I 
MHz mS 


Emitterschaltung 


0,45 BF 254 | 0,3 
BF 255 | 0,45 

10,7 BF 254 | 0,4 
BF 255 | 0,5 


Basisschaltung 
100 BF 255 | 34 


Gesamtverlustleistung Po = f(T,) 


mW 
300 Tr 


100 


bu 


0,06 |1,7 
0,08 |1,7 
15 [4 
1,75 |41 
—3,5 | 250 


0 50 100 10°C 


—90 3,4 
— 90 3,4 
—90 8,1 
90 8,1 


-85 |33 |150 |18 | 700 


91 
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Silizium-PNP-HF-Transistor 


e Für rauscharme großsignalfeste 
VHF- und UKW-Stufen in Basis- 
schaltung 


Typ BF 414 
Best.-Nr. | Q62702-F517 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Gesamtverlustleistung 

(T,< 45°C) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 


92 


BF 414 


TO 92 


Raster 1,2 


30 V 
40 V 
4 V 
25 mA 
3 mA 
300 mW 
150 °C 
—55...+ 150 ® 

| = 350 K/Ww 


Vx 


BF 414 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
IL=2mA,ßR=0 


Ver) CEO 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Var)cBo V 

I. = 10uA, L=0 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung V eryeso V 

I: = 10 uA 

Kollektor-Basis-Reststrom Icso nA 
Vo = 20V 

Stromverstärkung Rre —_ 


Ic = 4mA, Vor = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz fr 

Ic = 1 mA, Ver = 10V, f= 100 MHz MHz 
5 mA, 10V, 100 MHz MHz 

Kollektor-Emitter-Kapazität Cs pF 

Vce = 10V, Vpe = 0 V, f= 1MHz 

Rauschzahl F dB 

I. =5mA, Ver = 10V, f= 100 MHz 

R; = 600 


x 


BF 450 
Silizium-PNP-HF-Transistoren BF 451 


e Für AM- und FM-Stufen TO 92 


e Kleine Rückwirkungskapazität 
in Emitterschaltung durch Schirmdiffusion 


+ 

Raster 2x 1,27 Raster 1,27 
Typ BF 450 BF 451 
Best.-Nr. Q62702-F312 Q62702-F313 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Voeo 40 V 
Kollektor-Basis-Spannung Voso 40 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 V 
Kollektorstrom I, 25 mA 
Basisstrom I; 5 mA 
Gesamtverlustleistung Pict 250 mW 
(T,< 45°C) 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Tag —55...+ 150 °C 
Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rinua | z420 | K/w 


94 VX 


BF 450 


BF 451 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Ic = 2mA 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Ic = 10 yA 


Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
I; = 10 uA 


Kollektor-Basis-Reststrom 
Von = 30V 


Stromverstärkung 

Ic = 1mA, Ver = 10V 
BF 450 

BF 451 


Basis-Emitter-Durchlaßspannung 
I  — 1 mA, Vee = 10 V 


Wechselstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 


Var) ceo 
V\ar) cso 
Vierjeso 4 = 
Icso — = 
Nee 
65 — 
35 _ 
VE —= 0,72 


_ V 
_ V 
50 nA 
220 | — 
15 | — 
_ V 


Transitfrequenz 

Ic = 1mA, Vee = 10V, f= 100 MHz 
BF 450 

BF 451 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Vee = 10V, Ver = 0 V, f= 1MHz 


Rauschzahl, V.. = 10V 
Ic = 1 mA, f= 100 kHz, R,; = 3000 
2 mA, 100 MHz, 600 


Y-Parameter, Emitterschaltung 
I. =1mA, Ve: = 10V 

f= 0,45...10 MHz 

BF 450 

BF 451 


BF 450 
BF 451 


f= 500 kHz 
10 MHz 


f 

_ 375 

_ 325 
Op _ 0,32 
F 

_ 2 

_ 3 
Iite 

_ 0,5 

_ 0,8 
Ele 

_ 17 

_ 19 
IYarel z= 35 
C22e = 1,4 
I22e = - 
I22e Zr = 


_ MHz 


Gesamitverlustleistung P... = f(T,) 


mW 
300 


Ausgangskennlinien Ic = f(Vce) 


mA 
15 
IL 
10 
5 
0 
96 


BF 450 
BF 451 


Eingangskennlinie /. = f(Vpe) 
Ver = 10V 


mA 
15 


IL 


Kollektorstrom I. = / (Ip) 


mA 
20 


Vx 


BF 450 
BF 451 


Transitfrequenz fr = f(I.) Ausgangsleitwert ga. = f (Ic) 
f= 100 MHz Ver = 10V, f= 500 kHz 
MHz „Ss 
600 20 
f, g 
T 500 22e 
15 
400 
300 10 
200 
5 
100 
0 0 
0 1 2 3 4 5mA 
-L, 
Kollektor-Basis-Kapazität c.n = f(Vcs) Kurzschluß-Vorwärtssteilheit |ya1s|1 = f (Ic) 
f=1MHz f= 10,7 MHz 
pF mS 
08 400 
Ccb [rel 
0,6 300 
0,4 200 
0,2 100 
0 0 
0 [3 8 12 16 20V 0 5 10 15mA 
—_— VceB _— I. 


BF 450 
BF 451 


Einganggsleitwert y;1. Ausgangsleitwert Yaoe 
Vor = 10V Vor = 10V 
mS 
40 
Be 
| 30 


Vorwärtssteilheit ya1« 
Vor = 10V 


—— Al 


0 50 100 150 200 mS 
— 


/| 
\e 
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Silizium-PNP-HF-Transistor BF 506 


e Fürrauscharme großsignalfeste TO 92 
VHF-Misch- und Oszillatorstufen 
in Basisschaltung 


1,601 


1 5.02 


at 

h x 
Typ BF 506 Raster 2x 1,27 Raster 1,27 
Best.-Nr. Q062702-F534 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Vozo 35 V 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 40 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 V 
Kollektorstrom c 30 mA 
Basisstrom Ip 5 mA 
Gesamtverlustleistung Piss 300 mW 
(T,< 45°C) 
Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur Tara —55...+ 150 °C 
Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rasa | = 350 K/W 


99 ,x 


BF 506 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Van) ceo 
I. = 2mA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Ver)cBo 
Ic = 10yuA 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung VlerjEBo 
I; = 10uA 

Kollektor-Basis-Reststrom Icso 
Vo = 20V 

Stromverstärkung Rre 


Ic = 3mA, V.r = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz MHz 
Ic = 2 mA, V.e = 10V, f= 100 MHz 

Kollektor-Emitter-Kapazität Ooe V 
Ver = 10V, Vge = 0V, f= 1MHz 

Rauschzahl F dB 
Ic = 2 mA, V.s = 10V, f= 200 MHz 

Rs = 600 


100 vx 


Silizium-NPN-HF-Transistor BF 517 


Vorläufige Daten 


e Für Breitbandverstärker bis 1 GHz 


e Für Oszillatoranwendungen 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Typ BF 517 


Schüttgut: Q62702-F988 | Gurt: Q62702-F78 


Stempel LR 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 15 V 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 20 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 3 V 
Kollektorstrom Ic 25 mA 
Basisstrom Ip 5 mA 
Gesamtverlustleistung Pier 280 mW 
(T,< 25°C) 

Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur je —65...+150 °C 
Wärmewiderstand 

Sperrschicht-Umgebung Rus | =450 K/W" 


" Bei Montage auf ALzO,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


101Vx 


BF 517 


Kenndaten (r, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
L.=1mA L=0 


Kollektor-Basis-Reststrom 
Vo = 15V, L=0 


Stromverstärkung 
I. =5mMA, Ver = 10V 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
Ic = 10 mA, IL = 1mA 


Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
Ic = 10 mA, 5 = 1mA 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz 
Ic =5mA, Vor = 10V, f= 200 MHz 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Ve = 10V, Vpe = 0V, f= 1MHz 


Kollektor-Emitter-Kapazität 
Vee = 10V, Vae = OV, f= 1MHz 


Rauschzahl 

I. =5 mA, Ver = 10V, f= 100 MHz 
800 MHz 
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Ver) cEO 
Icso 

hre 
Veesat 


Vossat 


0,75 


GHz 


pF 


pF 


dB 
dB 


Vx 


Gesamtverlustleistung P;., = f(T,) 


mW 
300 


200 


100 


0 50 100 150 °C 


Kollektor-Basis-Kapazität c., = f(Vop) 
f=1MHz 
pF 
10 


Ch 


06 


0% | 


BF 517 


Transitfrequenz fr = f (Ic) 
Vce = 10V, f= 200 MHz 


GHz 


109X 


Silizium-PNP-HF-Transistor BF 550 


e Für Verstärker in Emitterschaltung 
bis 300 MHz 


e Für Mischschaltungen in AM-FM- 
Rundfunk- und VHF-TV-Anwendungen 


e Niedrige Kollektor-Basis-Kapazität 
durch Schirmdiffusion 


e Kontrollierter niedriger Ausgangsleitwert 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


BF 550 


Schüttgut: Q62702-F547 


Best.-Nr. Gurt: Q62702-F944 


Stempel LA 

Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Vozo 40 V 
Kollektor-Basis-Spannung Veao 40 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 V 
Kollektorstrom I. 25 mA 
Basisstrom Is 5 mA 
Gesamtverlustleistung Prat 280 mW 
(T,< 25°C) 

Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur T arg —65...+150 °C 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rasa | z450 | K/W? 


N) Bei Montage auf AL2O,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


104 vx 


Kenndaten (7, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
L.=1mA,ßLß=0 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
I. = 10y4A, L=0 


Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
I: = 10yA, I. =0 


Kollektor-Basis-Reststrom 
Vo = 30V, LE =0 


Stromverstärkung 
Ic = 1 MA, Vce = 10V 


Basis-Emitter-Spannung 
I. = 1 MA, Vor = 10V 


BF 550 


Ver, CEO 
Ver)cso 


Vereso 


Icso 
hre 


VeE 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz 
Ic = 1 mA, Ver = 10V, f= 100 MHz 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Ve = 10V, Vpe = OV, f= 1MHzZ 


Kollektor-Emitter-Kapazität 
Vor = 10V, Ve = 0V, f= 1MHz 


Rauschzahl Vo: = 10V 
Ic = 1mA, f= 100 kHz, AR; = 3000 
2 mA, 100 MHz, 600 


Y-Parameter, Emitterschaltung 
Ic= 1 mA, Vor = 10V 
f= 0,45...10 MHz 


f = 500 kHz 
10 MHz 


fr _ 350 _ MHz 
Cop — 0,33 | — pF 
(a _ 067 | — pF 
E 

—_ 2 _ dB 

_ 3,4 _ dB 
Ihe = 550 _ uS 
Eile = 17 _ pF 
| Yz1e | T2 35 | mS 
C22e zu 1,3 = pr 
I22e z= 5 8 HS 
I22e — 5 10 „S 
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Vx 


BF 550 


Gesamtverlustleistung Po; = F(T,) Stromverstärkung Are = f(I.) 
Vee = 10V 
mW 
300 10? 
5 E H il | ii 
f j ji | 111 TT I] 
200 102 
5 
mm 
Bi) AItll I LLHI 
100 10' 
5 Kt 
0 10° 
0 50 100 150 °C 107 10°" 10° 10' 10? mA 
— 7, — L 
Kollektorstrom I. = f(Vge) Sättigungsspannung Vogsat = f(Ic) 
Voe = 10V hre = 10 
mA mA 
10? 102 
k | | k 
10' 
5 10" 


10" 
0 
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Vx 


BF 550 


Reststrom /cgo = f(T,) Transitfrequenz fr = f (Ic) 
Ve = 30V f= 100 MHz 


MHz 
600 


500 


14.00 


300 


200 


100 


0 5 10 15 mA 


Kollektor-Basis-Kapazität cn = f(Vce) Ausgangsleitwert 932. = F (Ic) 
f= 1MHz Vee = 10V, f= 500 kHz 
pF IS 
1,0 ——, 20 


Ecb 


— 
1—- —-- 

Ine 
I | 


|| 


Kurzschluß-Vorwärtssteilheit IyYaıel = f(Ic) 
MHz 


f= 10,7 


mS 
400 


[Yz1el 350 
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0 5 10 15 mA 


BF 550 


Kurzschluß-Vorwärtssteilheit ya}. 
Vor = 10V 


—— el 


0 50 100 150 200 mS 


oz um] 4SOKHzZ 


N 


45° 


Vx 


Silizium-NPN-HF-Transistor BF 554 


e Für allgemeine Kleinsignal-HF-Anwen- SOT 23 
dungen bis 300 MHz in Verstärker-, 
Misch- und Oszillatorschaltungen 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


BF 554 

Schüttgut: Q62702-F551 | Gurt: Q62702-F1042 
Stempel cc 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 20 V 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 30 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 V 
Kollektorstrom Ic 30 mA 
Gesamtverlustleistung Pat 280 mW 
(T,< 25°C) 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Targ —65...+ 150 °C 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rasa | z450 | K/W" 


}) Bei Montage auf AL2O,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 
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Vx 


Kenndaten (T, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
IL =1mA,ßk=0 


Kollektor-Basis-Reststrom 
Vo = 20V, L.=0 


Stromverstärkung 
Ic = 1mA, Ver = 10V 


Basis-Emitter-Spannung 
Ic = 1mA, Vor = 10V 


Wechselstromdaten 
Transitfrequenz fr _ 250 —_ MHz 


Ic = 1mA, Vor = 10V, f= 100 MHz 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Ver = 10V, Vge = OV, f= 1MHz 


Rauschzahl 
Ic = 1mA, Vor = 10V 
f = 200 kHz, gg = 2mS 
1 MHz, 1,5 mS 
100 MHz, 10 mS 


Ausgangsleitwert 


Ic = 1mA, Vor = 10V, f= 0,5...10 MHz 
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Var) CEO 


Iceo 
Nez 


Vs E 


Cd 


F 


BF 554 


0,7 


0,6 


pF 


Vx 


BF 554 


Gesamtverlustlelstung Po = F(T,) 


mW 
300 


200 


100 


Kollektorstrom Ic = f(Vge) 
Ve = 10V 

mA 

w? 


150 °C 


Stromverstärkung Are = f (Ic) 


Vor = 10V 

SEHE 

r I 

Rec . ill A 
| | 

10? 

se = 

LEN Ill | ll) 


lc 


Sättigungsspannung Vogsat = fÜIc) 
hrg = 10 


mA 
10? 


‚HH 


10' 


10° 


10" 


0 01 02 0,3 0,4 05 V 


Veesat 


ML. 


BF 554 


Reststrom Icao = f(T,) Transitfrequenz fr = f(I.) 
Vep = 20V Vee = 10V, f= 100 MHz 
nA MHz 
10° 500 — 
Icao f 
100 
300 
+ 
200 
100 
r ehe 
0 10 20 mA 
"le 
Kollektorkapazität cn = f(Vop) Rauschzahl F = f(f) 
f= 1MHz Ic = 1 mA, Voe = 10V, AR; = 600 
pF dB 
15 : 7 5 FIT TTTMT TTIUIT TI 
Ech F 
h Bam 
10 
3 nm ul 
2 a) Ball 
05 
1 
0 0 > 
0 0 20 V 07 50 50 5% 5 W°MHz 
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Silizium-PNP-HF-Transistor BF 569 


e Für Oszillatoren, Mischer 
und selbstschwingende Mischstufen 
in UHF-TV-Tunern 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


BF 569 


Schüttgut: Q62702-F548 


LH 


Gurt: Q62702-F869 
Stempel 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Voeo 35 V 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 40 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 3 V 
Kollektorstrom Ic 30 mA 
Basisstrom I; 5 mA 
Gesamtverlustleistung Piöt 280 mW 
(T,< 25°C) 

Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Targ —55...+ 150 °C 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Ana | = 450 | K/W" 


") Bei Montage auf AL2Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


1 19 


Kenndaten (T, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
I.=1mA,L=0 
Kollektor-Basis-Reststrom 

Vo = 20V, L=0 


Stromverstärkung 
I. =3mMA, Ver = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz 
I. = 3 mA, Vor = 10V, f= 100 MHz 


. Kollektor-Basis-Kapazität 
Ves = 10V, Ve = 0V, f= 1MHz 


Kollektor-Emitter-Kapazität 
Vce = 10V, Ver = OV, f= 1MHz 


Rauschzahl 
I. = 3 mA, Ver = 10V, f= 800 MHz 
Rs = 600 


Leistungsverstärkung (Basisschaltung) 


Ic = 3mA, V«s = 10V, f= 800 MHz 
A, = 5000 
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Ver, CEO 


Iceo 


Rre 


BF 569 


MHz 


pF 


pF 


dB 


dB 


Vx 


Gesamtverlustleistung Po = f(T,) 


mW 
300 T 


100 


Kollektor-Basis-Kapazität c.» = f(Von) 
f= 1MHz 


pF 
1,0 TTT uw 
c wi Tl 7 
cb 
1 -| 


BF 569 


Transitfrequenz f; = f(I.) 
Vee = 10V, f= 100 MHz 


MHz 
1200 = 


0 5 10 mA 


Silizium-PNP-HF-Transistor 


e Für VHF/UHF-Verstärker mit 
geringer Verzerrung und 
niedrigem Rauschen 


e Für UHF-Oszillatoranwendungen 
in TV-Tunern 


e Arbeitsstrom typ. 10 mA 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Typ BF 579 
Best.-Nr. 


Stempel 


LJ 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Gesamtverlustleistung 

(T,< 25°C) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 


N Bei Montage auf ALzO,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 
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Schüttgut: Q62702-F552 


Gurt: Q62702-F971 


BF 579 


150 
—55...+ 150 


| z450 


Vx 


BF 579 


Kenndaten (T, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ver) cEo 
L.=1mA,ßk=0 


Kollektor-Basis-Reststrom Iceo 
Vo = 20V, L=0 


Stromverstärkung Rre 
I. = 10 mA, Ver = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz fr 1,6 _ GHz 
Ic = 10 mA, Ve: = 10V, f= 100 MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität Cd 0,41 _ pF 
Vos = 10V, Vge = 0V, f= 1MHz 
Kollektor-Emitter-Kapazität (0 0,16 | — pF 
Voe = 10V, Vge = 0V, f= 1MHz 
Rauschzahl F 
I. = 10 mA, Vos = 10V, Rs = 600 
f= 800 MHz 4 _ dB 

200 MHz 2,9 _ dB 
Leistungsverstärkung (Basisschaltung) Gp 16 — dB 
Ic = 10 mA, Vs = 10V, f= 800 MHz 
R,= 5000 
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Gesamtverlustleistung Pı. = F(T,) 


mW 
300 


200 


100 


0 50 100 150 °C 


Kollektor-Basis-Kapazität co.» = f(Vce) 
= 1 MHz 

pF 

1,0 


Cch 
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BF 579 


Transitfrequenz fr = f(I.) 
Voe = 10V, f= 100 MHz 


MHz 


2000 T IT ren 


0 10 20 mA 


Vx 


Silizium-NPN-HF-Transistor 


e Für ZF-HF-Anwendungen 
in Emitterschaltung 


e Niedrige Kollektor-Basis- 
Kapazität durch Schirmdiffusion 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Typ BF 599 

Best.-Nr. Schüttgut: Q62702-F550 | Gurt: Q62702-F979 
Stempel 

Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Vozo 25 
Kollektor-Basis-Spannung Voso 40 
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 
Kollektorstrom Ic 25 
Basisstrom Is 5 
Gesamtverlustleistung Piss 280 
(T,< 25°C) 

Sperrschichttemperatur T, 150 
Lagertemperatur Tata —65...+150 
Wärmewiderstand 

Sperrschicht-Umgebung Ans s450 


" Bei Montage auf ALzOs-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


BF 599 


ax 


BF 599 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ver) ceo 
L.=1mAL=0 


Kollektor-Basis-Reststrom Icso 
Yo = BOY, &=0 


Stromverstärkung Are 
I. =7 mA, Vor = 10V 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Veesat 
Ic = 10 mA, L = 1mA 


Basis-Emitter-Spannung Ve 
I, = 7mA, Vor = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz MHz 
I. =5mA, Vor = 10V, f= 100 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazität Ch pF 
Ves = 10V, Ver = 0V, f= 1MHz 

Kollektor-Emitter-Kapazität [EIER pF 
Vee = 10V, Ver = 0V, f= 1MHz 

Optimale Leistungsverstärkung Gisöpt dB 


I =7mA, Ver = 10V, f= 35 MHz 


Kurzschluß-Vorwärtssteilheit |Yarel 
I. = 7 MA, Vor = 10V, f= 35 MHz 


mS 
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BF 599 


Gesamtverlustleistung Po: = f(T,) 


mW 
300 


200 


100 


0 50 100 150 °C 


Kollektorstrom Ic = f(Vse) 
Ver = 10V 


mA 
» 


I 


Stromverstärkung Are = f(Ic) 
Veg = 10V 


Sättigungsspannung Vcesa = f(Ic) 
Are = 10 


mA 
2 


l 


0 01 0,2 0,3 0 05V 


5 Veesat 


12)x 


BF 599 


Reststrom Iogo = f(T,) 
Von = 20V 


nA 


"BEEEEFEFFFFS 


0 50 100 150 °C 


Kollektor-Basis-Kapazität cn = f(Vco) 
f= 1MHz 


pF 
101 


Ech 


0.5 


0 10 20 V 
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Transitfrequenz f- = f (I.) 
f= 100 MHz 


MHz 
600 


£ 
Too 


400 


300 


200 


100 


0 10 20 mA 


Kurzschluß-Vorwärtssteilheit IYa1el = f(I.) 
300 


| 


200 


100 


Vx 


Silizium-PNP-HF-Transistor BF 606 A 


e Für VHF-Oszillatorstufen, speziell TO 92 
zur Ansteuerung von MOSFET-Mischstufen 


1,601 


1 5.02 


Raster 2x 1,27 Raster 1,2 


7 
Typ BF 606 A 
Best.-Nr. Q62702-F535 
Grenzdaten 
Kollektor-Emitter-Spannung Vozo 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 40 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 V 
Kollektorstrom Ic 25 mA 
Emitterstrom I; 30 mA 
Gesamtverlustleistung Pro 300 mW 
(T,< 45°C) 
Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Tote —55...+ 150 °C 
Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Asa | = 350 | K/w 


128,% 


Kenndaten (7, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
I. = 2mA 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
Ic = 10yuA 


Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
Iz = 10 uA 


Kollektor-Basis-Reststrom 
Vos = 20V 


Stromverstärkung 
Ic = 1 mA, Vee = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz 
Ic = 5 mA, Vor = 10V, f= 100 MHz 


Kollektor-Emitter-Kapazität 
Vce = 10V, Ve = OV, f= 1MHz 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Veos = 10V, Ve: = OV, f= 1MHz 
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Verceo 
Veen) cBo 
V er)eBo 


Icso 


Are 


BF 606 A 


nA 


MHz 


pF 


pF 


Vx 


Silizium-PNP-HF-Transistor 


BF 660 


e Für VHF-Tuner-Oszillatoranwendungen 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Best.-Nr. 
Stempel 


Schüttgut: Q62702-F549 


LE 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 
Emitter-Basis-Spannung Veso 
Kollektorstrom Ic 
Emitterstrom I: 
Gesamtverlustleistung Pit 
(T,< 25°C) 

Sperrschichttemperatur T; 
Lagertemperatur Torz 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rınsa 


” Bei Montage auf AL,zO,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


Gurt: Q62702-F982 


150 
—65...+ 150 


| <450 


°C 


| Kıw" 


12%,x 


Kenndaten (7, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
L.=1mA,ßL=0 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
I. = 10yuA, L=0 


Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
IL = 10y4A,l.=0 


Kollektor-Basis-Reststrom 
Ve = 20V, L=0 


Stromverstärkung 
Ic = 3 mA, Vor = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz 
Ic =5mA, Ver = 10V, f= 100 MHz 


Kollektor-Basis-Kapazität 
Ves = 10V, Ve = 0V, f= 1MHz 


Kollektor-Emitter-Kapazität 
Vce = 10V, Ve: = OV, f= 1MHz 


126 


BF 660 


Ver)ceo 
Veen) cBO 
Ver)eBo 


Icso 


Reg 


MHz 


pF 


pF 


Vx 


Gesamtverlustleistung Po: = f(T,) 


0 50 100 150 °C 


Kollektor-Basis-Kapazität co.» = f(Vcs) 
= 1Mhz 


pF 


"LEER EEE 


Cch 


0 10 20 V 


BF 660 


Transitfrequenz fr = f(I.) 
Ver = 10V, f= 100 MHz 


MHz 
1200 


% 
| 1000 1 


400 


200 


0 u) 20 mA 


120% 


Silizium-NPN-HF-Transistor BF 763 


e Für rauscharme Verstärker TO 92 
und Oszillatoren bis 1 GHz 


« 
Raster 2x 1,27 


Typ BF 763 
Best.-Nr. | Q62702-F766 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 15 V 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 25 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 3:5 V 
Kollektorstrom Ic 25 mA 
Gesamtverlustleistung Pet 500 mW 
(T,< 25°C) 

Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Tora —55...+ 150 °C 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rasa | =250 | K/w 


128 vx 


BF 763 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vsrıceo V 

I.=1mA 

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung V ar) ce0 25 V 

I. = 10 uA 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung VarjEBo 3,5 V 

I; = 10 uA 

Kollektor-Basis-Reststrom Icso _ nA 
Vor = 15V 

Stromverstärkung Here 25 _ 
I. =5mA, Ver = 10V 

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Vest _ V 


I. = 10 mA, L = 1mA 


Wechselstromdaten 

Transitfrequenz _ MHz 

I. = 5mA, V.: = 10V, f= 200 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazität Chy 0,3 0,9 pF 

Ves = 10V, Vee = O0 V, f= 1MHz 

Rauschzahl F 

I. =5mA, Ver = 10V, A; = 600 

f = 200 MHz _ _ dB 
800 MHz _ _ dB 
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Vx 


Silizium-NPN-HF-Transistor BF 770A 


e Rauscharmer Breitbandtransistor 
im Frequenzbereich bis 2 GHz bei 
Kollektorströmen bis 30 mA 


e Für ZF-Verstärker in TV-Sat-Tunern 
und für VCR-Modulatoren 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Typ BF770A 

Best.-Nr. 

Stempel 

Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 12 V 
Kollektor-Basis-Spannung Voso 15 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 2 V 
Kollektorstrom c 50 mA 
Basisstrom Is 10 mA 
Gesamtverlustleistung Pist 280 mW 
(T,< 25°C) 

Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Pt —65...+ 150 °C 
Wärmewiderstand 

Sperrschicht-Umgebung A | =450 K/Ww" 


"} Bei Montage auf AL2O,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


130 VX 


BF 770A 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung V arıcEo 
I..=1mA,5b=0 


Kollektor-Basis-Reststrom Icso 
ei Lel 


Stromverstärkung Rre 
Ic = 30 mA, Vor = 5 V 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Veesat 
I. = 50 mA, 5 = 5 mA 


Wechselstromdaten 

Transitfrequenz fr _ 5,5 _ GHz 
I. = 30 mA, Vor = 5 V, f= 200 MHz 

Kollektor-Basis-Kapazität Ob _ 0,6 _ pF 
Ves = 5V, Vpe = 0V, f= 1 MHz 

Kollektor-Emitter-Kapazität &;, _ 0,3 _ pF 
Ver = 5V, Ve: = OV, f= 1MHz 

Rauschzahl F _ 2 _ dB 
I. = 10 mA, Vor = 5 V, f= 800 MHz 

Leistungsverstärkung G; _ 13 = dB 
I. = 30 mA, Vcs = 5 V, f= 800 MHz 
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Vx 


Gesamtverlustleistung Po: = f(T,) 


0 50 100 150 °C 


Kollektor-Basis-Kapazität cn = f(Vcs) 
f= 1MHz 


pF 
10 


08 


0,6 


04 


02 
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BF 770A 


Transitfrequenz 7 = f(I.) 
Vee = 5V, f= 200 MHz 


GHz 


T 


Rauschzahl F = f(I.) 
Ver = 8V 


0 v 20 % mA 


Vx 


Silizium-NPN-HF-Transistor 


e Für breitbandige Kleinsignal- 
anwendungen bis 2 GHz 


e Für HF-Verstärker, Mischer und 
Oszillatoren in TV-Sat-Tunern 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


BF 775 


Schüttgut: Q62702-F991 


Gurt: Q62702-F102 


Stempel LO 

Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Voeo 12 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 20 
Emitter-Basis-Spannung Veso 2,5 
Kollektorstrom Ic 30 
Basisstrom Ig 4 
Gesamtverlustleistung Pat 280 
(T,< 25°C) 

Sperrschichttemperatur T; 150 
Lagertemperatur Tara —65...+150 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Asa | =450 


1) Bei Montage auf ALzOs-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


BF 775 


| Kıw" 


139,x 


BF 775 


Kenndaten (T, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 


Ver) CEO 
k=-1imAZ=0 


Kollektor-Basis-Reststrom Iceo nA 

Vo = 10V, LE =0 

Stromverstärkung, Ve = 6V Rre 

I.= 5mA = 
20 mA = 

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Vossar V 


Ic = 20 mA, , = 2 mA 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz fr 

I.= 5mA, Ver = 6V, f= 200 MHz GHz 
20 mA, 6V, 200 MHz GHz 

Kollektor-Basis-Kapazität Cd pF 

Ves = 6V, Ve = O0 V, f= 1MHz 

Kollektor-Emitter-Kapazität ©; pF 

Ver = 10V, Vge = 0V, f= 1MHz 

Rauschzahl F dB 


Io= 2mA, Vor = 6V, f= 800 MHz 


134 Vx 


BF 775 


Gesamtverlustleistung Pıa« = f(T,) 


mW 
300 


200 


100 


0 50 100 150 °C 


Kollektor-Basis-Kapazität c.» = f(Vce) 
f= 1MHz 

pF 

10 T 1 I 


Ccb 


06 


04 


0,2 


Transitfrequenz fr 


= f (I) 


Voe = 6V, f= 200 MHz 


GHz 


T 


| 
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Vx 


Silizium-NPN-HF-Transistor BF 799 


e Für breitbandige Verstärkeranwen- 
dungen bis 500 MHz bei hoher 
Aussteuerung 


e Für die Ansteuerung von Oberflächen- 
wellenfiltern in TV-Tunern 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Typ BF 799 


Schüttgut: Q62702-F788 | Gurt: Q62702-F935 


Stempel LK 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 20 V 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Voss 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 30 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso <) V 
Kollektorstrom Ic 35 mA 
Kollektorspitzenstrom Icn 50 mA 
Basisspitzenstrom don 15 mA 
Gesamtverlustleistung Pisk 280 mW 
(T, < 25°C) 

Sperrschichttemperatur T, 150 °C 
Lagertemperatur Tat —65...+150 °C 
Wärmewiderstand 

Sperrschicht-Umgebung Rınsa 450 K/W" 


" Bei Montage auf AL2Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


136 vx 


BF 799 


Kenndaten (7, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 
IL.=1mA,L=0 


Kollektor-Basis-Durchbruchspannung 
I. = 10yuA, L=0 


Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
I; = 10yuA 
Kollektor-Basis-Reststrom 

Vo = 20V 


Stromverstärkung, Ver = 10V 
I..= 5mA 
20 mA 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
I. = 20 mA, , =2 mA 


Basis-Emitter-Sättigungsspannung 
IL. =20mA,R= 2mA 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz 
I-= 5mA, Ver = 10V, f= 100 MHz 
20 mA, 8V, 100 MHz 


Ausgangskapazität 
Vs = 10V, f= 1MHz, I. =0 


Kollektor-Basis-Kapazität 

Ver = 10V, Va = OV, f= 1MHz 
Kollektor-Emitter-Kapazität 

Vee = 10V, Ve: = OV, f= 1MHz 


Rauschzahl 
I-= 5mA, Ver = 10V, f= 100 MHz 
Rs= 500 


Ausganggsleitwert 
I. = 20 mA, Vor = 10V, f= 35 MHz 


Ver, CEO 
Ver CBO 
V er)eso 


I CBO 


Are 


Vossat 


Vossar 


I22e 


30 


35 
40 


0,15 


60 


0,95 


MHz 
MHz 


pF 
pF 
pF 


dB 


uS 
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Gesamtverlustleistung P,., = f(T,) 


mW 
300 


200 


100 


0 50 100 150 °C 


Kollektor-Basis-Kapazität c.n = f(Vco) 
f= 1MHz 
pF 
1,5 


0,5 
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BF 799 


Transitfrequenz fr = f(I.) 
f= 100 MHz 


MHz 
1200 


f. 
| 1000 


800 


600 


Vx 


Silizium-NPN-HF-Transistor BF 959 


e Für den Einsatz als leistungsfähiger TO 92 
ZF-Verstärker in Verbindung mit 
Oberflächenwellenfiltern 


e Für lineare Verstärkerstufen im 
VHF-Bereich mit hohen Signalpegeln 


e Für Oszillatoranwendungen 


Typ BF 959 
Best.-Nr. Q62702-F640 


Grenzdaten 

Kollektor-Emitter-Spannung Voeo 20 V 
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Vees 30 V 
Kollektor-Basis-Spannung Veso 30 V 
Emitter-Basis-Spannung Veso 3 V 
Kollektorspitzenstrom Icm 100 mA 
Basisspitzenstrom Im 30 mA 
Gesamtverlustleistung Pic 500 mW 
(T, <25°C, Vee <15V) 

Sperrschichttemperatur T; 150 °C 
Lagertemperatur Tora —55...+ 150 °C 
Wärmewiderstand 

Sperrschicht-Umgebung Rınsa s250 K/W 


1 3x 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ver) cEo 
Ic = 1mA 
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Ver) cso 
Ic = 10 uA 
Emitter-Basis-Durchbruchspannung V or)Eso 
I: = 10 uA 
Kollektor-Basis-Reststrom Icso 
V= 20V 
Stromverstärkung, Ver = 10V Nee 
I.= 5mA 

20 mA 
Basis-Emitter-Durchlaßspannung Ve 


Ic = 20 mA, Voe = 10V 


Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Voesat 
I. = 30 mA, I, = 2 mA 


Basis-Emitter-Sättigungsspannung Voesat 
Ic = 30 mA, 5, = 2 mA 


35 
40 


0,75 


100 


0,95 


BF 959 


Wechselstromdaten 
Transitfrequenz fr 


Ic = 20 mA, Vor = 10V, f= 100 MHz 


30 mA, 5V 
Ausgangskapazität Cobo 
Vos = 10V, &E=0, f= 1MHz 
Kollektor-Basis-Kapazität Ch 
Ve: = 10V, Ve = 0, f= 1MHz 
Rauschzahl F 
Ver = 10V, f= 200 MHz, AR, = 600 
I.= 5mA 

20 mA 
Kurzschluß-Ausganggsleitwert I22e 


Ic = 20 mA, Vor = 10V, f= 35 MHz 
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700 


1100 


0,06 


pF 


pF 


dB 
dB 


mS 


MHz 
MHz 


Vx 


BF 959 


Gesamtverlustleistung Pu = f(T,) Transitfrequenz fr = f (Ic) 
f= 100 MHz 
mW MHz 
600 1200 
R fr 
! 500 .- ve 


400 800 


200 ai; 400 


100 I—| -- 200 
+ BR ISBN a, 14 
o-- 0 
0 50 100 150 °C 


Kollektor-Basis-Kapazität c.) = f(Vos) 
f=1MHz 

pF 

15 I] 


0,5 


0 10 20 mV 


—e Vo 


14)x 


Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode 


e Für Verstärker und Mischer bis 1 GHz 
in UHF- und VHF-TV-Tunern 


e Kleine Eingangs- und Ausgangs- 
kapazitäten 


Typ BF 960 
Best.-Nr. | Q62702-F499 


Grenzdaten 


Drain-Source-Spannung 

Drainstrom 

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom 
Gesamtverlustleistung 

T,< 60°C 

Lagertemperatur 

Kanaltemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 
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Vos 

Io 

+ Igıasm 
tot 


Tax 
Ten 


Tan JA 


20 
30 
10 
200 


—55...+150 
150 


| <450 


BF 960 


0,2*005 


| Kıw 


Vx 


BF 960 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten min 
Drain-Source-Durchbruchspannung Ver) os 20 
I = 10uA, —Vers = —Veas = 4V 

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + Vorcıss 8,5 
+ Igıs = 10 mA, Vers = Vos = 0 

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + Vonc2ss 8,5 
+ Iges = 10 MA, Veis = Vs = 0 

Gate 1-Reststrom # Icıss — 
+ Vais =5V, Vos —= Vos =0 

Gate 2-Reststrom + Iczss = 


+ Vars = 5V, Vais = Vos = 0 


Drainstrom Ioss 2 
Vos = 15V, Veis = 0, Vans = 4V 


Gate 1-Source-Abschnürspannung — Vers ip) _ 
Vos = 15V, Vers = 4V, I = 20 uA 


Gate 2-Source-Abschnürspannung — Veas ip) = 
Vos = 15V, Veıs = I, b = 20 1A 


14%YxX 


Kenndaten (7, = 25°C) 
Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 
Vos = 15V, I =7 MA, Vers =4V, f=1 kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vos = 15V, In =7 mA, Vers =4 V, f=1 MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vos = 15V, 5 =7 mA, Ves =4V, f=1 MHz 


Rückwirkungskapazität 


Vos = 15 V, In = 7 mA, Voss = 4V, f= 1 MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15V, 5 =7mA, Vess =4V, f=1 MHz 


Leistungsverstärkung 

Vos = 15V, I, =7mA, 

f= 200 MHz, G, =2 mS, G, = 0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 

f= 800 MHz, G« = 3,3 mS, GL = 1mS 
(Meßschaltung 2) 


Rauschzahl 

Vos = 15V, on =7mA 

f= 200 MHz, Gs=2 mS, G, = 0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 

f= 800 MHz, G« = 3,3 mS, GL = 1mS 
(Meßschaltung 2) 


Regelumfang 
Vos = 15 V, Vers = 4... —2 V, f= 800 MHz 


Mischverstärkung 

Vos = 15 V, Veas = 4 V, f= 800 MHz 

fır= 36 MHz, 2 Af,-=5 MHz, V,,. = 800 mV 
(Meßschaltung 3) 
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ps 


Gpse 


BF 960 


Vx 


Gesamtverlustleistung Pıo. = f(T,) 


mW 
300 TT 
REEL 


|| T 
| 1 I | 
1 | 1 


IH 
41 

100 1 

1 
H 
MH 
0 BO TB NL MD BL a 
0 50 100 150 °C 
—-7 


Gate 1-Steilheit 9.1 = f (Vaıs) 
Vos = 15V 
Inss = 7 mA, f= 1kHz 

mS 

5077 1 


Irsı 


| 


10 


-2 -1 0 1V 


BF 960 


Ausgangskennlinienfeld Ip = f(Vos) 
Vers = 4V 
mA 
20 


Ir N 


0 
0 5 10 15 20 V 


Gate 1-Steilheit 91. = f (Vaas) 
Vos = 15V 
Ioss = 7 mA, f= 1kHz 


mS 
15 


BF 960 


Gate 1-Eingangskapazität Cyıss = f (Vaıs) 


Vers = 4V, Vos = 15V 
Ioss = 7 mA, f= 1MHz 


Drainstrom In = f(Vgıs) 
Vos = 15V 
mA pF 
30 mr T T 20 
VeasahV =3V 
I, + Cgiss 
a 15 
20 
vJ 10 
10 
It} | 
0,5 
kt 
=0V 
FEN ’ 
-1 0 1 2 3V =] 0 1V 
Dar Vaıs — Veis 
Ausgangskapazität c4., = f(Vos) 


Gate 2-Eingangskapazität Cyass = f (Vaas) 
Vers = OV, Vans = 4 V 
Ioss = 7 mA, f = 1 MHz 


Vers = OV, Vos = 15V 
Ioss = 7 mA, f= 1MHz 
pF pF 
20 F H 20 
Cg2ss Cdss 
N. m 
10 10 
0,5 T 05 
0 
1 0 1 2 3 4 5V 0 10 20 V 
a ——» Vos 
Vx 
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BF 960 


Gate 1-Eingangsleitwert y,1; Gate 1-Steilheit yo,, 
Vos = 15V, Veas = 4V Vos = 15V, Veas = 4V 
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung) 

mS mS 

10 0 
bu s 9 b 21s 

7 


0 5 10 15mS 


Ausgangsleitwert Yaas 
Vos = 15V, Vans = 4V 
(Sourceschaltung) 


1 


BF 960 


Leistungsverstärkung G,, = f (Vegas) Rauschmaß F = f(Voas) 
Vos = 15V, Veıs = 0, Inss = 7 mA Vos = 15V, Vaıs = 0, Inss = 7 mA 
f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 
dB dB 
. ] r 1 
Gps 30 Bi | | 
20 
10 
" 
10 + 
L_ 1 
20 
. HH 
-40 


1 =| 2 1 0 ” 2V 


. Vo2s 


— Voos 


Leistungsverstärkung G)s = f (Voss) Rauschmaß F = f (Voss) 
Vos = 15V, Vers = 0, Inss = 7 mA Vos = 15V, Veıs = 0, Inss = 7 mA 
f= 800 MHz, Rs = 0 (s. Meßschaltung 2) f= 800 MHz, R; = 0 (s. Meßschaltung 2) 
dB dB 
ä dezezauner 
Ops 30 F ’ | 
| i | 
20 
7 
0 6 | 
sH | 
a T 
0 5 
3 
-20 
2 
-30 4 
-40 0 [ az 
5 
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1%-KM-Störspannung Vinci; = Flfin)” 
Vos = 15V, Voos = AV, Vaıs = 1V 
f = 800 Mhz (s. Meßschaltung 2) 


mV 
3 


10 E 


} 


Vint 1% 


- L 


EERBunEEe= 


700 800 900 MHz 
— int 
Mischverstärkung G,;. = F(Rs) 
f= 800 MHz, fosc = 836 MHZ, Vosc = 800 mV 
Vos = 15V, Voas = 4V, Inss = 7 mA 
(s. Meßschaltung 3) 
dB 


ie HH-HHHH 


4 HH 
10 N 
| | | 
H FErH 
5 au 
| | 


0 100 200 3000 


D Fußnote s. Seite 151 


BF 960 


1%-KM-Störspannung Vin) = FLAGS)” 
Vos = 15V, Vers = 1V, f= 800 MHz 
fin = 700 MHz (s. Meßschaltung 2) 

mV 


0 


10 reg gr 
0 -10 "20 -30 dB 
 _- AG ps 
Mischverstärkung Gpsc = f(Vosc) 
f = 800 MHz, fosc = 836 MHz, Ag = 1500 
Vos = 15V, Veas = 4 V, Inss = 7 mA 
(s. Meßschaltung 3) 
dB 
20 


Opsc 


0 05 10 15V 


Meßschaltung 1 für Leistungsverstärkung und Rauschen 
f= 200 MHz, Ga =2mS, G|_=0,5 mS 


Vo2s 
270k 
HJ ? 
InF Inf 
1Sprl_ | ISpE|_ HC Output 
1nF —r- 60 
Input „— hi 
a BB505_ 505 
aan 270k 270K — or 
270k | 
a\ as 
Veis Yun Yun Vos 


Meßschaltung 2 für Leistungsverstärkung, Rauschen und Kreuzmodulation 
f= 800 MHz, Ga =3,3 mS, G\ = 1,0 mS 


Veas 


270k 


1nF 


60N 


150 


BF 960 


Vx 


BF 960 


Meßschaltung 3 für Mischverstärkung 
f=800/36 MHz 


Vo2s 
270k 
x nF Qutput 
0,2...3pF ' | | ea | 600 

Input M InF - f=36 MHz 
oscillator I! IH | 
836MHz | 05pF BISBER. !pr 

Input —_ Fr. |%6PF | 

son 3nF 
800MHz H 
Vos 


’ Vin (in) Ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinusmodu- 
lierten Fernsehträgers bei einem Generator-Innenwiderstand von 600, der auf dem Nutzträger 1% Am- 
plituden-Modulation verursacht. 


1x 


Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 961 


e Für Vor- und Mischstufen in X-plast 
UKW- und VHF-TV-Tunern 


Typ BF 961 
Best.-Nr. | Q62702-F518 


Grenzdaten 

Drain-Source-Spannung Vos 20 V 
Drainstrom Ih 30 mA 
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom + Igırasm 10 mA 
Gesamtverlustleistung Pot 200 mW 
T,< 60°C 

Lagertemperatur Thss —55...+ 150 °C 
Kanaltemperatur Ten 150 °C 
Wärmewiderstand 

Sperrschicht-Umgebung Rai | =450 | K/w 


152 vx 


BF 961 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Drain-Source-Durchbruchspannung 
Io = 10uA, — Vers = — Vers = 4V 


Gate 1-Source-Durchbruchspannung 
+ Igıs = 10 MA, Voos = Vos = 0 


Gate 2-Source-Durchbruchspannung 
+ Iges = 10 MA, Vais = Vos = 0 


Gate 1-Reststrom 
#Vais = 5V, Vers = Vos = 0 


Gate 2-Reststrom 
+ Vers =5V, Vais = Voss = 0 


Drainstrom 
Vos = 15V, Vers = 0, Vers = 4V 


Gate 1-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Vors = 4V, In = 20 A 


Gate 2-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Veis = 0, b = 20 uA 


min | typ 
Ver) os 20 2. 
+ Vonsiss 8,5 Zu 
+ Varje2ss 8,5 — 
= Icıss — nn 
+ Igess = — 
Ioss 4 — 
— Verso — = 
— Vezs ip) zu Fo 


1% 


Kenndaten (7, = 25°C) 
Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 
Vos = 15 V, Io = 10 mA, Voss = 4 V, f=1 kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vs = 15 V, I5 = 10 mA, Veas = 4 V, f=1 MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vs = 15 V, Io = 10 mA, Vass = 4 V, f=1 MHz 


Rückwirkungskapazität 
Vs = 15 V, In = 10 mA, Voss =4 V, f=1 MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15 V, 5, = 10 mA, Veas = 4 V, f=1 MHz 


Leistungsverstärkung 

Vos = 15V, I, = 10 mA 

f= 200 MHz, Gs=2 mS, G, = 0,5 mS 
2Af=12 MHz (Meßschaltung 1) 


Rauschzahl 

Vos = 15V, In = 10 mA 

f= 200 MHz, G, =2 mS, G_ = 0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 


Regelumfang 
Vps= 15V, Vess=4...—2V, f=200 MHz 
(Meßschaltung 1) 


Mischverstärkung (additiv) 

Vos= 15V, Vess=6 V, Rs = 2200 
f= 200 MHz, fır = 36 MHz 
2Afe=5 MHz, V,..=05V 
(Meßschaltung 2) 


Mischverstärkung (multiplikativ) 

Vos = 15V, Vers = 1,7 V, Vers = 2,5 V 
Rs; = 220 0, f= 200 MHz, fr = 36 MHz 
2Afe=5 MHz, V..=2V 
(Meßschaltung 3) 
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Gpsc 


Gase 


min 


12 


BF 961 


Vx 


BF 961 


Gesanıtverlustleistung Po: = F(Ty) Ausgangskennlinienfeld I, = f(Vos) 
Voas = AV 
mW mA 
300 77T 20 
Io 
| 15 
10 
5 
0 
0 50 100 150 °C 
—e — Vos 
Gate 1-Steilheit 9,1 = f (Vaıs) Gate 1-Steilheit 9,1 = f (Veas) 
Vos = 15V Vos = 15V 
Inss = 10 mA, f= 1kHz Ioss = 10 mA, f= 1kHz 
ms ms 
20 20 
Ist Is BR 
15 | 15 = 


10 


10 


Drainstrom Ip = f(Vaıs) 
Vos = 15V 


mA 
30 


10 


—— Isis 


Gate 2-Eingangskapazität gas; = f(Vaas) 
Vers = OV, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 


pF 
5 
Cg2ss 
| L 
3 
2 
1 
0 
-1 0 1 2 3 [4 SV 
—a Vers 
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BF 961 


Gate 1-Eingangskapazität cy1ss = f(Vaıs) 
Veas = 4V, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 


PF 


1 0 1V 


—- Wis 


Ausgangskapazität c4,s = f(Vos) 
Vers = OV, Voas = 4V 
Ipss = 10 mA, f= 1 MHz 

pF 


Cdss 


Vx 


BF 961 


Gate 1-Eingangsleitwert y44s Gate 1-Steilheit yo4; 
Vos = 15V, Voas = 4V Vos = 15V, Veas = 4V 
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung) 


20 


bus 


|» 


10 


Ausgangsleitwert y»2; 
Vos = 15V, Veas = 4V 
(Sourceschaltung) 
ms 
10 


bns 


0 mM 02 03 04 05 06ms 


—gn5 


Leistungsverstärkung G,, = f(Vaas) 
Vos = 15V, Veis = OV, Ioss = 10 mA 
f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 

dB 
LT 


G, 30 


a. il 0 1 2 3 4V 


—e Vans 


1%-KM-Störspannung Vin (1%) = AG) ) 
Vos = 15V, Vais = 0, f= 200 MH 
find = 221 MHz (s. Meßschaltung n 

mV 


10° 


Vint (1%) 


10 ne 
5 05 ©: 34 


——— 10, 


N Fußnote s. Seite 161 
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BF 961 


Rauschzahl F = f (Vess) 
Vos = 15V, Veıs = OV, Inss = 10 mA 
f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 


dB 
10 
3 
P% 


Si 0 1 2 3 1 5V 


——e Ve2s 


1%-KM-Störspannung Vin cin) = Flfind)” 
Vos = 15V, Voas = 4 V, Vaıs = 0 
f = 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 

mV 


" EEEFFEFEEEFHEFES 


Vintt1% FAR 
intt1%l co deli. 


| 


a 2] 
160 180 200 220 


— 


240 MHz 


int 


Vx 


BF 961 


Mischverstärkung (additiv) Gpsc = F(Vos.) Mischverstärkung (additiv) Gpsc = F(Veas) 
Vo = 15V, Veıs = 0, Vans = 6V Vo = 15V, Veis = 0, Rs = 2200 
Rs = 2200, Ioss = 10 mA, f= 200 MHz Vosc = 0,5 V, Ioss = 10 mA, f = 200 MHz 
fir = 36 MHz (s. Meßschaltung 2) fir = 36 MHz (s. Meßschaltung 2) 
dB dB 
20 207 
G 
psc Gpsc [ 
| 10 10 
0 0 
10 -10 — 
nazanatn 2 
+LLLLLErH = u 
2 0 9 2 5 56V 
i —— Mas 
Mischverstärkung (additiv) Gpsc = F(Rs) Mischverstärkung (multiplikativ) Gpsc = f(Vaas) 
Vp = 15V, Veıs = 0, Vans = 65V Vp = 15V, Veis = 1,7V, Ag = 2000 
Vosc = 0,5 V, f= 200 MHz loss = 10 mA, f = 200 MHz 
fir = 36 MHz (s. Meßschaltung 2) fir = 36 MHz (s. Meßschaltung 3) 
dB dB 
20 7 —1777 25 
Opsc Gpsc 20 
15 


Meßschaltung 1 für Leistungsverstärkung, Rauschen und Kreuzmodulation 
f= 200 MHz, Gag = 2mS, G, = 0,5 mS 


Vers 
270k 
HI t 
Inf | InF 
15pF 1SpF]| H Output 
Inf EL I 60 
Input J—I yT 
ur BBS0S_ _B8505,„eJ) 
- 270k zor|| Bor 
270 | 
raL Je 
a a 
Veis Yun Vyun Vos 


Meßschaltung 2 für Mischverstärkung (additiv) 
f = 200 MHz, fosc = 236 MHz, 2 Afır = 5 MHz 


Vers 
100 k 
1nF 
68N N 
3,3pF 
Osc. input ), | — | 


60 


160 


IF output 
60 


BF 961 


Vx 


BF 961 


Meßschaltung 3 für Mischverstärkung (multiplikativ) 
f = 200 MHz, fosc = 236 MHz, 2 Afır =5 MHz 


Ve2s 


Osc.inputt 
60N 


I Foutput 


Input N 


60N 


” Varııa) Ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinus- 
modulierten Fernsehträgers bei einem Generator-Innenwiderstand von 609, der auf dem Nutzträger 
1% Amplituden-Modulation verursacht. 
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 963 


e Für Vor- und Mischstufen in 
UKW- und VHF-TV-Tunern 


e Hohe Aussteuerfähigkeit 
e Hohe Steilheit 


Typ BF 963 
Best.-Nr. | Q62702-F904 


Grenzdaten 

Drain-Source-Spannung Vos 20 V 
Drainstrom I 50 mA 
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom Elansn 10 mA 
Gesamtverlustleistung Pror 200 mW 
T,< 60°C 

Lagertemperatur Tong —55...+ 150 °C 
Kanaltemperatur Ten 150 °C 
Wärmewiderstand 

Sperrschicht-Umgebung Rinsa | 450 K/W 
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Vx 


BF 963 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Drain-Source-Durchbruchspannung 
I=10yuA, —Vess= — Vans =4V 


Gate 1-Source-Durchbruchspannung 
+ Igıs = 10 MA, Vers = Vos = 0 


Gate 2-Source-Durchbruchspannung 
+ Igss = 10 MA, Vais = Vos = 0 


Gate 1-Reststrom 
= Vans =5V, Ve2s ar Vos =0 


Gate 2-Reststrom 
+ Vers =5V, Veis = Vos =0 


Drainstrom 
Vos = 15V, Vers = 0, Vers = 4 V 


Gate 1-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Vers =4 V, I = 20 1A 


Gate 2-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Veis = 0, 5 = 20 uA 


Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Voos = 4V, f=1 kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 MA, Vors = 4 V, f= 1 MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Vors = 4 V, f= 1 MHz 


Rückwirkungskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Vers = 4 V, f= 1 MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Voas = 4 V, f= 1 MHz 


Leistungsverstärkung 

Vps = 15 V, In = 10 mA, 

f= 200 MHz, Ga =2 mS, G_=0,5mS 
2Af= 12 MHz 

(Meßschaltung) 


Rauschzahl 

Vs = 15V, Io = 10 mA 

f= 200 MHz, G. =2 mS, G, = 0,5 mS 
(Meßschaltung) 


Var) os 
+ Voncıss 
+ Ven)aass 
# Ieıss 

+ Ieass 
Ioss 

= Vans (p) 


a Vo2s (p) 


1,5 


17 V 
50 nA 
50 nA 
40 mA 
35 |V 
30 |V 
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Gesamtverlustleistung P,., = f(T,) 


mW 


300 [ 


100 


0 50 100 150 °C 


Gate 1-Steilheit 91 = f (Vaıs) 


Vos = 15V 

Ioss = 10 mA, f= 1kHz 
mS 

Irsı 
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BF 963 


Ausgangskennlinienfeld /, = f(Vos) 
Vers = 4V 
mA 
25 


20 


15 


Gate 1-Steilheit 9, = f (Vaas) 
Vos = 15V 
Inss = 10 mA, f= 1kHz 
mS 
40 


Isı 


20 


Vx 


BF 963 


Drainstrom In = f(Vaıs) Gate 1-Eingangskapazität Cg1ss = f(Vaıs) 
Vos = 15V Voos = 4V, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
mA pF 
50 8 
I Cgiss 
40 
6 
30 
[ 
20 
2 
10 
) - 0 = 
-1 0 1 2 3v =) 0 V 
— eis yo 
Gate 2-Eingangskapazität Cgass = f(Vaas) Ausgangskapazität Cgs; = f(Vos) 
Vers = OV, Vos = 15V Vers = OV, Vans = 4V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
pF pF 
5 m 10 
Cg2ss Cdss 
L 8 
1 
3 6 
2 4 
1 2 
0 
as 0 1 2 3 L 5% 0 10 20V 


Gate 1-Eingangsleitwert y;4; 
Vos = 15V, Veas = 4V 
(Sourceschaltung) 
mS 
30 


Bus 


Ausgangsleitwert yaa, 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 

mS 


20 1] 


b22s ji 


— 
+ 2eaka 600 MHz 
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BF 963 


Gate 1-Steilheit yz1; 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 

mS 
0 IBRRBRN 
nr Ih =1mA 


bais 


-10 


20 


-30 


-4O 


Vx 


Leistungsverstärkung G,; = f(Vaas) 
Vos = 15V, Vaıs = 0V 

Ioss = 10 mA, f= 200 MHz 

(s. Meßschaltung) 


BF 963 


Rauschzahl F = f(Voss) 
Vos = 15V, Vais = OV 
Ioss = 10 mA, f = 200 MHz 
(s. Meßschaltung) 


dB dB 
30 10 
Ops fr 
| n 
10 
6 
Juri 
[A 
-10 +4 
2 
-20 
-30 | 
“7 0 1 2 3 4V = 
= Vans 
Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen 
f= 200 MHz, Ga = 2 mS, G, = 0,5 mS 
Vers 
270k 
| 
t | | ? 
InF | InF 
15pF 15pF] H Output 
inF E 60N 
Input „— ? 
0 
.. BB505 Eh: | 
nF 270k 20K|| A = Dr 
nit | 
\ / 
Vans Yun Yun Vos 
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode 


e Für Anwendungen in VHF-Vor- 
und Mischstufen mit großem 
Abstimmbereich (CATV-Tuner) 


Typ BF 964 S 
Best.-Nr. | Q62702-F446 


Grenzdaten 


Drain-Source-Spannung 

Drainstrom 

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom 
Gesamtverlustleistung 

T,< 60°C 

Lagertemperatur 

Kanaltemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 
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D 
== Icırzsm 
Pot 


BF 964 S 


—55...+ 150 
150 


| <450 


K/W 


Vx 


BF 964 S 


Kenndaten (7, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Drain-Source-Durchbruchspannung Vor) os 

Io = 10 uA, — Veiss = — Vor = 4V 

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + Varysıss 

+ Igıs = 10 MA, Voos = Vos = 0 

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + Veryc2ss V 
+ Igss = 10 MA, Vers = Vos = 0 

Gate 1-Reststrom + Igıss nA 
E Vans =5V, Ve2s — Vos =0 

Gate 2-Reststrom + Icass nA 
an Vers =5V, Vans — Vos =0 

Drainstrom Ioss mA 
Vos = 15V, Vers = 0, Vans =4V 

Gate 1-Source-Abschnürspannung — Verso V 
Vos = 15V, Vers =4V, = 20 nA 

Gate 2-Source-Abschnürspannung — Vaas ip) V 


Vos= 15V, Vais= 0, b=20uA 


Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 9 mS 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Vers = 4 V, f= 1 kHz 

Gate 1-Eingangskapazität Coiss 

Vos = 15V, In = 10 MA, Veas = 4 V, f= 1 MHz 

Gate 2-Eingangskapazität Co2ss 

Vos = 15V, Io = 10 mA, Veas = 4 V, f= 1 MHz 

Rückwirkungskapazität Cagı 

Vos = 15V, In = 10 mA, Veas = 4 V, f= 1 MHz 

Ausgangskapazität Cass 

Vos = 15 V, In = 10 mA, Voas = 4 V, f= 1 MHz 

Leistungsverstärkung Gas dB 


Vps = 15V, I) = 10 mA, 

f= 200 MHz, G, = 2 mS, G_= 0,5 mS 
(Meßschaltung) 

Rauschzahl F dB 
Vos = 15V, In = 10 mA 

f= 200 MHz, G, = 2 mS, G|= 0,5 mS 
(Meßschaltung) 

Regelumfang AG,s dB 
Vos = 15 V, Vers = 4...—2 V, f= 200 MHz 
(Meßschaltung) 
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BF 964 S 


Gesamtverlustleistung Po = F(T,) 


mW 


300 


200 


Gate 1-Steilheit 9,1 = f (Vaıs) 
Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1kHz 


150 °C 


170 


Ausgangskennlinienfeld /5 = f(Vos) 


mA 
25 
I BARNEN BEN 
| = Vgs=0,6V 
I hl ehe L) 
20 u 
EIEP-nnnnnd HEN 
/ı H 
15H. 02v- 
1 I LovJ 
nu GE EEnnN 
uRERzenn -1-0,2V - 
A 04V] 
5 ma 
Bu H-osv] 
r TEE 08V 
0 
0 5 10 15 20V 


Vos 


Gate 1-Steilheit 9,1 = f (Veas) 
Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1kHz 
mS 
20 


Is 


Vx 


BF 964 S 


Drainstrom Io = f(Vass) Gate 1-Eingangskapazität Cgıss = F(Veıs) 


Vos = 15V Voas = 4V, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
mA pF 
30 een a7 agm 2,5 
Voss VY=3V Av 
IITTEATT 
L | ® Er. | Cgiss 
| 
! 1 + 
u | u zn 
Lt + # a + 4-1 
I | 
20 T 1 1 ı 7 T 1 
tt f/y | 3 =1V| 15 
| 
1} 
f a | 
HILL HR L 10 
10 = m 
be: I a OR + l 
wur * un Sy 0,5 
BERRENNEN m 
0 Fan ya 2 0, 21 
-1 0 1 2 3v ” 0 N 
— Mas u, 
Gate 2-Eingangskapazität gas; = f(Veas) Ausgangskapazität C4ss = F(Vps) 
Vers = OV, Vos = 15V Vers = OV, Veas = 4V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
pF pF 
2,0 r 5 
1 
Cg2ss Cdss 
[A 
1,5 
I) 
3 
1,0 
2 
0,5 
1 i 
| | 
0 0 
= 0 1 2 3 [A 5V 0 5 10 15 20V 


BF 964 S 


Gate 1-Eingangsleitwert y;4; Gate 1-Steilheit yz1, 
Vos = 15V, Vans = 4 V Vos = 15V, Vans = 4 V 
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung) 
mS mS 
14 0 
bus BNRE ) 
12 33, : bs 
11/9 =1mAb“f=800 MHz — “ 
10 ® 
15 & 
79 
8 a. L 
16° 600MHz 
-10 
755 | 72 
rc 
n 1 | 400MHz Ah 
15 ir | -16 
ae 
2 1 Roomkz ; 
= 
31 Toon 
on -20 _ 
0 1 2 mS 0 10 20 mS 
Zi —is 


Ausgangsleitwert yao; 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 


mS 


Io=1mA 
oma 5 7110 115 
Das I 1 f= 800MHz 11] 


5 
00P-6 600MHz 


0 01 0,2mS 


———n 
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BF 964 S 


Leistungsverstärkung G,; = f(Vaas) Rauschzahl F = f (Voss) 
Vos = 15V, Veis = OV Vos = 15V, Va1s = OV 
Ioss = 10 mA, f = 200 MHz Ioss = 10 mA, f = 200 MHz 
(s. Meßschaltung) (s. Meßschaltung) 


dB 
30 


En 


"40 


0 1 2 3 uV 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen 
f = 200 MHz, Gg = 2mS, G\ = 0,5 mS 


Vers 


u 
Oo 
a 
Er 
= 
= 
— 
[e 
© 
= 
17% 
= 
Fir, 
o 
[3 
S: 
=] 
E 
ES. 


nf 270k zı|| AR — 
prix 


173% 


e Mit integriertem Dämpfungs- 
netzwerk zur Unterdrückung 
parasitärer Schwingungen im 
GHz-Bereich 


e Für Anwendungen in VHF-Vor- 
und Mischstufen mit großem 
Abstimmbereich bis etwa 
500 MHz (CATV-Tuner) 


Typ BF 965 
Best.-Nr. Q062702-F660 


Grenzdaten 


Drain-Source-Spannung 

Drainstrom 

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom 
Gesamtverlustleistung 

T,< 60°C 

Lagertemperatur 

Kanaltemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 


174 


D 
+ Icuzsm 


Pot 


Teig 


Tch 


Rınsa 


BF 965 


—55...+ 150 
150 


| s450 


| K/w 


Vx 


BF 965 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten min | typ | max | 
Drain-Source-Durchbruchspannung Ver) os 20 _ _ V 
I = 10 4A, -Vors= — Vans = 4 V 

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + Voancıss | 89 _ 17 V 
+ Igıs = 10 mA, Vers = Vos = 0 

Gate 2-Source-Durchbruchspannung +Varcass | 8,5 _ 17 V 
+ Igas = 10 MA, Veıs = Vos = 0 

Gate 1-Reststrom +. Igıss _ _ 50 nA 
+ Ves=5V, Veas = Vos = 0 

Gate 2-Reststrom + Igass —_ _ 50 nA 
#Vess =5V, Vers = Vos = 0 

Drainstrom Ioss 2 _ 20 mA 
Vos = 15V, Vers = 0, Vans = 4 V 

Gate 1-Source-Abschnürspannung — Versip _ _ 2,5 V 
Vs = 15V, Voss =4V, n = 20 uA 

Gate 2-Source-Abschnürspannung — Veas ip) — — 2,0 V 


Vor = 15V, Vas= 0, = 20 1A 


Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 
Vos = 15V, In = 10 mA, Voss = 4 V,f=1 kHz 


Gate 1-Eingangskapazität Cg1ss _ pF 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Veas= 4 V, f=1 MHz 

Gate 2-Eingangskapazität Oogpss _ pF 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Voas = 4 V,f=1 MHz 

Rückwirkungskapazität Cagı _ 25 fF 
Vps = 15V, I, = 10 mA, Vgs= 4 V, f=1 MHz 

Ausgangskapazität Case = 1 = pF 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Vass = 4V,f=1 MHz 

Leistungsverstärkung Gas — 25 —_ dB 
Vps = 15V, I, = 10 mA, 

f= 200 MHz, Gs =2 mS, G,=0,5 mS 

(Meßschaltung) 

Rauschzahl = — 1 = dB 


Vos = 15V, In = 10 mA 

f= 200 MHz, G,=2 mS, G,=0,5 mS 
(Meßschaltung) 

Regelumfang AG, 50 _ _ dB 
Vos = 15V, Voss = 4...—2 V, f= 200 MHz 
(Meßschaltung) 
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BF 965 


Gesamtverlustleistung Po = f(T,) Ausgangskennlinienfeld /no = f(Vos) 
Voas = 4V 
mW mA 
300 25 
5 Vars=0,6V_ 
Par alle 615” ? Tr 
20 r - 
tr ses 01V 
200 7 EM 173 
15 0,2v7 
[ IT ov| 
I GuEununnnan 02V 
100 EHRNE | 
A TFT IT- 04V 
£ BuNBEELEZEZ 
TERLEIEL 06V] 
ronmum 08V 
0 0 
0 50 100 150 °C 0 5 10 15 20V 
—r "Vos 
Gate 1-Steilheit 94,4 = f (Voss) Gate 1-Steilheit 91.4 = f (Vaas) 
Vos = 15V Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 kHz Ioss = 10 mA, f= 1 kHz 
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BF 965 


Drainstrom Io = f(Veıs) Gate 1-Eingangskapazität Cy1ss = f(Vaıs) 


Vos = 15V Voos = 4V, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
mA pF 
30 2,5 
1 Coiss 
D 
2,0 
20 Na A| 
15 1 
HH . Pu 
1,0 
2 
711 0,5 
Mt E 
0 0 a 
1 0 1 2 3V ” 0 V 
— has u 
Gate 2-Eingangskapazität gass = F(Vaas) Ausgangskapazität c4s, = f(Vos) 
Vers = OV, Vos = 15 V Vers = OV, Vans = 4V 
a Ioss = 10 mA, f= 1MHz 
pr pF 
2,0 Strrpa — — 
Cg2ss Cdss || u 
| ı 
1 Ir EBENAmaN 
3 
10 | E 
2 une 
0,5 u 
1 
0 0 | 
=] 0 1 2 3 Li 5V 0 Si 10 15 20V 


Gate 1-Eingangsleitwert y;1s 
Vos = 15V, Veas = AV, Vaıs = OV 
Inss = 10 mA (Sourceschaltung) 


0 1 2 3 kmsS 


= Is 


Ausgangsleitwert ya, 
Vos = 15V, Voas = 4V, Vers = OV 
Ipss = 10 mA (Sourceschaltung) 


mS 


b 225 


„ [ee 


0 0,2 04 06 0,8 10mS 


Ins 
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BF 965 


Gate 1-Steilheit ya; 
Vos = 15V, Veas = 4 V, Vers = OV 
Ioss = 10 mA (Sourceschaltung) 


| f=100 MHz 


ne TetT 
| 


Br 
800 MHz 


Vx 


BF 965 


Leistungsverstärkung G,; = f(Vaas) Rauschzahl F = f(Voas) 
Vos = 15V, Vers = OV, Inss = 10 mA Vos = 15V, Vaıs = OV, Ioss = 10 mA 
f= 200 MHz (s. Meßschaltung) f = 200 MHz (s. Meßschaltung) 
dB 
30 


oe 


Gps 


0 1 2 3 uV 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen 
f= 200 MHz, Gg = 2 mS, G, = 0,5 mS 


Vo2s 
270k 
HH— t 
InF 1nF 
15p ? | 15pFl HH Output 
Inf — — et 60 
Input J— t 
60N 
BB505_ BBS 05: nF 
nF Zu 112708 70 || AB Dr 
270K | 
N nn 
Vans Vrun Yrun Vos 
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode 


e Für Vorstufen in UHF- 
TV-Tunern 


e Hohe Steilheit 


e Kleine Rauschzahl 


Typ BF 966 S 
Best.-Nr. 062702-F438 


Grenzdaten 


Drain-Source-Spannung 

Drainstrom 

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom 
Gesamtverlustleistung 

T,< 60°C 

Lagertemperatur 

Kanaltemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 


180 


Vos 
D 
+ Iszsm 


tot 


Tag 


ch 


Rınsa 


BF 966 S 


0 2+0.05 


20 V 
30 mA 
10 mA 
200 mW 
—55...+ 150 °C 
150 °C 

| =450 | K/w 


Vx 


BF 966 S 


Kenndaten (7, = 25°C) 
Gleichstromdaten 
Drain-Source-Durchbruchspannung 
Io = 10 A, —Vars= — Vers = 4 V 


Gate 1-Source-Durchbruchspannung 
+ Icıs = 10 mA, Veas = Vos = 0 


Gate 2-Source-Durchbruchspannung 
+ Igas = 10 MA, Vais = Vos = 0 


Gate 1-Reststrom 
um Vais =5V, Voes = Vos =0 


Gate 2-Reststrom 
= Vers =5V, Vans = Vos =0 


Drainstrom 
Vos = 15V, Vers = 0, Voas =4V 


Gate 1-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Voas = 4 V, In = 20 uA 


Gate 2-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Veis = 0, b = 20 HA 


Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Veas = 4V, f= 1 kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vps = 15V, Ip = 10 mA, Voss = 4 V, f= 1 MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Vaas = 4 V, f= 1 MHz 


Rückwirkungskapazität 
Vos = 15V, Ip = 10 MA, Veas = 4 V, f= 1 MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Vaas = 4 V, f= 1 MHz 


Leistungsverstärkung 

Vos = 15V, In = 10 mA 

f= 200 MHz, G, =2 mS, G|=0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 

f= 800 MHz, Gg = 3,9 mS, GL= 1 mS 
(Meßschaltung 2) 


Rauschzahl 

Vos = 15V, In = 10 mA 

f= 200 MHz, G,=2 mS, G, = 0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 

f= 800 MHz, Ge = 3,3 mS, GL= 1mS 
(Meßschaltung 2) 


Regelumfang 
Vos = 15V, Vans = 4... 2 V, f= 800 MHz 
(Meßschaltung 2) 
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+ Vorcıss 
+ V er) c2ss 
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— | 
—_ 1,8 
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mS 
pF 
pF 
fF 


pF 


dB 
dB 


Vx 


BF 966 S 


Gesamtverlustleistung Pu = f(T,) Ausgangskennlinienfeld /, = f(Vos) 


Veas = 4V 
mW mA 
300 25 
j2 Ma un 
Pas Vas=08 [| 
20 _ 
E mime 0,,V7 5 
200 Yr a INIRE] 
15 
10 
100 
5 
0 or IL 
0 50 100 150 °C 0 5 10 15 20V 
el —a 
Gate 1-Steilheit 9, = f (Vaıs) Gate 1-Steilheit 9,1 = f (Vaas) 
Vos = 15V Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1kHz Ioss = 10 mA, f= 1kHz 
mS mS 
20 20 
Irsı Is 
15 H 15 
10 10 
5 5 
0 
2 2 
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BF 966 S 


Drainstrom Io = f(Vgis) 
Vos = 15V 


mA 
30 


20 


-1 0 1 2 3V 
—e is 
Gate 2-Eingangskapazität Ogass = F(Veas) 
Vers = OV, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1MHz 
pF 
2,0 r r 


0,5 


=] 0 1 2 3 4 5Y 


Gate 1-Eingangskapazität cy1ss = F(Vaıs) 


Veas = 4 V, Vos = 15 V 

Ioss = 10 mA, f= 1MHz 
pr 
2,5 


Egiss 


2,0 


0,5 


— ee Vals 


Ausgangskapazität Cys;s = f(Vos) 
Vers = OV, Voas = 4V 
Ioss = 10 mA, f= 1MHz 


pF 
5 
g 11 771 
Cdss rm Filt 
1-E. (| 
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E LI I 
2 kon vn Du 
2 
1 
[| 
i ENT, . 
0 5 10 15 20V 
BEE; 


BF 966 S 


Leistungsverstärkung G,, = f(Veas) Rauschzahl F = f (Voss) 
Vos = 15V, Vers = OV, Ioss = 10 mA Vos = 15V, Vais = OV, Inss = 10 mA 
f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 
dB dB 
30 10 
F 
Gps 9 
20 A 
8 has I 
10 7 % 
6 + 
0 N 
5 = er: un 
-10 : u 
4 Tr 1 I 
Fon E 2 nn 
-20 3 
F = T 
2 -— 
30 + m 
| | 
-40 0 
1 0 1 2 3 AV 0 1 2 3 4V 
——eVeas Vo 
Leistungsverstärkung G,; = f(Vaas) Rauschzahl F = f (Voss) 
Vos = 15V, Vais = OV, Inss = 10 mA Vos = 15V, Vaıs = OV, Inss = 10 mA 
f= 800 MHz (s. Meßschaltung 2) f= 800MHz (s. Meßschaltung 2) 
dB dB 
20 10 
F 
Gps 9 
10 
8 
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0 ‚ 
6 
-10 5 
[A 
-20 
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1 
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BF 966 S 


Gate 1-Eingangsleitwert yy1s Gate 1-Steilheit ya,, 
Vos = 15V, Voas = 4V Vos = 15V, Veas = 4V 
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung) 
mS mS 
14 0 


T 
b + f=100 MHz 15 
Ns 10,015 IIIER 
| 12 3 


10 r 


Ss —— gi 


Ausgangsleitwert yo; 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 

mS 


Ig=1maded-etet 


bas PTTTf=800MHz TI | 


5 
|ooP-® 600MHz 


0-5 200MHz 


00 100MHz 


0 (3) 0,2mS 


ds 


189,% 


BF 966 S 


Meßschaltung 1 für Leistungsverstärkung und Rauschen 
f= 200 MHz, Gs=2mS, G, = 0,5 mS 


Vo2s 
270k 
HH—1 ! 
Inf | Inf 
15pF SSprl IH Output 
inf HL ya 60N 
Input — 
u BB505_ 5! 
nF 270k 270k Sr jDr 
Ir | 
N EN 
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Meßschaltung 2 für Leistungsverstärkung, Rauschen und Kreuzmodulation 
f= 800 MHz, G« = 3,3 mS, GL = 1,0 mS 
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Silizium-PNP-HF-Transistor 


e Für UHF-Misch- und Oszillatorstufen 


Typ BF 970 
Best.-Nr. Q62702-F611 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 

Basisstrom 
Gesamtverlustleistung 

(T,= 50°C) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 


BF 970 


35 
40 
3 
30 
5 
160 


150 
—50...+ 150 


| z600 


K/w 


U 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Basis-Reststrom Icso 
Yu DV 
Stromverstärkung Rre 


Is = 3mA, Vor = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz fr 
Ic= 3mA, Ver = 10V, f= 100 MHz 
Ausgangskapazität Coyo 
Vo = 10V, L=0, f= 1MHz 
Kollektor-Emitter-Kapazität Cig 
Veos = 1V, Ver = 0, f= 1 MHz 

Rauschzahl F 
I. = 3mA, Ve = 10V, f= 800 MHz 

Rs = 600 

Leistungsverstärkung, Basisschaltung Gh 
I.= 3mA, Vo = 10V, f= 800 MHz 

R, = 5000 


Kollektorstrom für G pumax Icamax 
Vec = 12V, Acc = 1 KO, f= 800 MHz 
R, = 5000 


188 


950 


0,45 


0,1 


4,5 


14,8 


4,5 


BF 970 


MHz 


pF 


pF 


dB 


dB 


mA 


Vx 


Silizium-PNP-HF-Transistor 


e Für nichtgeregelte kreuzmodulations- 
arme UHF-Vorstufen und UHF- 
Oszillatoren 


Typ BF 979S 
Best.-Nr. Q62702-F610 


Grenzdaten 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorspitzenstrom 
Gesamtverlustleistung 

(T,< 50°C) 
Sperrschichttemperatur 
Lagertemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 


BF 979S 


150 
—50...+ 150 


=600 


K/W 


189, 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Kollektor-Basis-Reststrom 
Ve = 20V 


Stromverstärkung 
Ic = 10 MA, Ver = 10V 


Wechselstromdaten 


Transitfrequenz 
I. = 10. mA, Vce = 10V, f= 100 MHz 


Ausgangskapazität 
Vcs = 10V, f= 1 MHz 


Kollektor-Emitter-Kapazität 
Ves = 1V, Ve = 0, f= 1 MHz 


Rauschzahl 
I. = 10 mA, Vo; = 10V, AR; = 600 
f= 200 MHz 

800 MHz 


Leistungsverstärkung 
Ic = 10 mA, Vcs = 10V, f= 800 MHz 
R, = 5000 


Störspannung” 
Ic = 10 mA, Vog = 10V, f= 200 MHz 
AR, = 750 


Kollektorstrom für G pumax 
Ves = 10V, f= 800 MHz, A, = 5009 


Icamax 


BF 979 S 


pF 


pF 


dB 
dB 


dB 


mV 


mA 


GHz 


) V.„ ist der Effektivwert der halben EMK eines 100% sinusmodulierten Fernsehträgers mit Ag = 75 Ohm, 


der auf dem Nutzträger 1% AM verursacht. 
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Vx 


Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode 


e Für Verstärker und Mischer bis 1 GHz 
in UHF- und VHF-TV-Tunern 


e Kleine Eingangs- und Ausgangs- 
kapazitäten 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


Typ BF 989 

Best.-Nr. Schüttgut: Q62702-F874 
Stempel 

Grenzdaten 


Drain-Source-Spannung 

Drainstrom 

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom 
Gesamtverlustleistung 

T,< 60°C 

Lagertemperatur 

Kanaltemperatur 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung 


D 
+ Icırsm 
tot 


BF 989 


SOT 143 


Gurt: Q62702-F969 


—55...+ 150 
150 


=450 


191x 


Kenndaten (T, = 25°C) 
Gleichstromdaten 


Drain-Source-Durchbruchspannung 
Io = 10 4A, — Vers= — Von = 4 V 


Gate 1-Source-Durchbruchspannung 
+ Igıs = 10 mA, Veas = Vos = 0 


Gate 2-Source-Durchbruchspannung 
+ Icos = 10 MA, Veis = Vos = 0 


Gate 1-Reststrom 
#Ves=5V, Vers = Vos = 0 


Gate 2-Reststrom 
+Vaas =5V, Vers = Vos = 0 


Drainstrom 
Vos = 15V, Vers = 0, Vans =4V 


Gate 1-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Vers = 4V, I = 20 uA 


Gate 2-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Vers = 0, = 20 uA 


192 


Ver) DS 

+ Vonciss 
an V\arıc2ss 
+ Igıss 

+ Ioass 
Ioss 

Bi Veis (p) 


nz Voas (p) 


BF 989 


Vx 


Kenndaten (7,=25°C) 
Wechselstromdaten 


Vormärtssteilheit 
Vo = 15V, I, =7 MA, Vers = 4V, f= 1kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vos = 15V, I, =7 MA, Veas = 4 V, f= 1 MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vs = 15V, I, =7MA, Veas = 4V, f= 1 MHz 


Rückwirkungskapazität 
Vos = 15V, Io = 7 mA, Vass = 4V, f= 1 MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15V, In =7 MA, Vans = 4 V, f= 1 MHz 


Leistungsverstärkung 

Vos = 15V, I, =7mA 

f= 200 MHz, Gs = 2 mS, G,_= 0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 

f= 800 MHz, Gs= 3,3 mS, GL=1mS 
(Meßschaltung 2) 


Rauschzahl 

Vps = 15V, =7mA 

f= 200 MHz, G,= 2 mS, G\= 0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 

f= 800 MHz, G, = 3,3 mS, GL = 1 mS 
(Meßschaltung 2) 


Regelumfang 
Vos = 15V, Veas = 4... —2V, f= 800 MHz 


Mischverstärkung 

Vos = 15V, Veas = 4 V, f= 800 MHz 
fir = 36 MHz, 2 Afı- = 5 MHz 

Vosc = 800 mV 

(Meßschaltung 3) 


AG, 


Gose 


BF 989 


mS 


dB 
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Gesamtverlustleistung Pıot 


mW 
300 


= f(T,) 


100 


50 


Gate 1-Steilheit 9,4 = f(Vaıs) 
Vos = 15V 


Ioss = 7 mA, f= 1kHz 


Ipsı 
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mS 
577 


150 °C 


BF 989 


Ausgangskennlinienfeld I, = f(Vos) 
Voas = 4V 


mA 
20 


Gate 1-Steilheit 9,4 = f (Vaas) 
Vos = 15V 
Ioss = 7 mA, f= 1kHz 


mS 
1577 


Vx 


Drainstrom /o = f(Veıs) 


Vos = 15V 
mA 
30 ZZ + 
Voas=W =3v || 
L ! 
Hab} 
=2V 
20 
=1V_ 
10 
a! 
T 
=0V 
0 3 NEE BR EEE TER VER 
-1 0 1 2 3V 


— Ks 


Gate 2-Eingangskapazität Cgass = f(Vazs) 
Vers = OV, Vps = 15V 
Ioss = 7mA, f= 1MHz 
pF 
20 


1 0 1 2 3 Li 5Vv 


BF 989 


Gate 1-Eingangskapazität Cyıss = F(Vaıs) 
Voas = 4V, Vos = 15V 
loss = 7 mA, f= 1 MHz 


pF 


20 ii 


Cgiss 


1 0 1V 


— ee Vans 


Ausgangskapazität c4,; = f(Vos) 
Vers = OV, Vans = 4 V 
Ioss = 7 mA, f= 1 MHz 


BF 989 


Gate 1-Eingangsleitwert y;4; Gate 1-Steilheit Yaıs 
Vos = 15V, Veas = 4V Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung) 
mS mS 
77T 0 I T T1p=1mA 
f =100 MHz 
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3 
[pl 
2 I 200MHz 
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= 00MHz 


o 
Ex 
nm 
w 
Fr 
un 
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7) 
o 
u 
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15mS 


Ausgangsleitwert yao, 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 


mS 
5 
b 
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| % 
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2 
[| 
ı\ ISERERE 
5 
100 MHz x N 
0 [| | = 
0 1) 02 03 04 05mS 
Ins 
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Leistungsverstärkung G,; = f(Veas) Rauschmaß F = f (Voss) 
Vos = 15V, Vais = 0, Inss = 7 mA Vos = 15V, Vers = 0, Inss = 7 mA 
f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 
dB dB 
40 10 
H 
G,; 30 e® 
8 
20 
7 
10 
6 
0 5 \_ 
0 i 
3 
20 
2 
-30 y 
1 
-40 Su fg — 


4 3 2 1 0 1 32V 5 l 3 2 1 nn 


—e / 
625 
—e Vers 


Leistungsverstärkung G,; = f(Vaas) Rauschmaß F = f (Voss) 
Vos = 15V, Vers = 0, Inss = 7 mA Vos = 15V, Vais = 0, Inss = 7 mA 
f= 800 MHz, R; = 0 (s. Meßschaltung 2) f= 800 MHz, Rs = 0 (s. Meßschaltung 2) 
dB dB 
u 1 10 
G,; 30 F ’ 
[) 
20 


-30 


-40 


BF 989 


1%-KM-Störspannung Vin = Flfin)” 
Vos = 15V, Voas = 4V, Vers = 1V 
f= 800 MHz (s. Meßschaltung 2) 


mV 
10° u E 
SSSSS 
Vint 1% 
1° 5 + It 


ij Bi in r | 
"ESBESSSee 
T Tr =] 
| HI 
0 Bea en! 
700 800 900 MHz 
——en 


Mischverstärkung Gpsc = F(Rs) 

f = 800 MHz, fysc = 836 MHZ, Vosc = 800 mV 
Vos = 15V, Veas = 4V, Inss = 7 mA 

(s. Meßschaltung 3) 
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20 I TI] 
pe | Be 
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" Fußnote s. Seite 200 
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1%-KM-Störspannung Vin) = FLAGpS)" 
Vos = 15 V, Vers = 1 V, f= 800 MHz 
fin = 700 MHz (s. Meßschaltung 2) 


Vit% I4 
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mV 
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SER 


n? ee ES 
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1 f 
EM Bauen 

“ EEEEEBBEEESSE 

I 4 R 
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10 -20 -30 dB 


—- Alps 


Mischverstärkung Gpsc = f(Vosc) 

f = 800 MHz, fysc = 836 MHz, Rs = 1500 
Vos = 15V, Veas = 4 V, Inss = 7 mA 

(s. Meßschaltung 3) 
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Meßschaltung 1 für Leistungsverstärkung und Rauschen 
f= 200 MHz, Ga =2 mS, G, = 0,5 mS 


Vers 
270k 
HH— t 
InF | InF 
Iso. 1SpFl_ u Output 
Inf => 60N 
Input J—| 4— 
60N 
BB505_ BBS05,.F | 
nF 270k zur|| BF" 2lor 
270k | 
N N 
Vans Yun Yyun Vos 


Meßschaltung 2 für Leistungsverstärkung, Rauschen und Kreuzmodulation 
f= 800 MHz, Ga = 3,3 mS, G\ = 1,0 mS 


Veas 
\Y 


199% 


BF 989 


Meßschaltung 3 für Mischverstärkung 
f= 800/36 MHz 


Vo2s 
270k 
A nf Output 
Te HH ee =36. MH 
Input AnF id 2 
oscillator II | | 
836MHz | O5pF IDr 
Input al R 5,6pF | 
60N ZnF 
800MHz H 
a 
Vos 


N Yını (1m) Ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinusmodu- 
lierten Fernsehträgers bei einem Generator-Innenwiderstand von 60.0, der auf dem Nutzträger 1% Am- 
plituden-Modulation verursacht. 


200 Vx 


Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode 


BF 993 


e Für Vor- und Mischstufen in 
UKW- und VHF-TV-Tunern 


e Hohe Aussteuerfähigkeit 


e Hohe Steilheit 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 


SOT 143 


für Oberflächenmontage (SMD) 


BF 993 

Schüttgut: Q62702-F899 Gurt: Q62702-F1018 
Stempel ME 
Grenzdaten 
Drain-Source-Spannung Vos 20 
Drainstrom h 50 
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom + Igyrasm 10 
Gesamtverlustleistung Past 200 
T,< 60°C 
Lagertemperatur Tag —55...+ 150 
Kanaltemperatur Tch 150 
Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rus | 450 


t) Bei Montage auf AL2O,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


Vx 


BF 993 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Drain-Source-Durchbruchspannung Ver) os 

Io = 10 4A, —-Vois= — Vans = 4 V 

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + Varcıss 
+ Igıs = 10 mA, Veas = Vps = 0 

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + Verycass 
+ Igas = 10 MA, Vais = Vos = 0 

Gate 1-Reststrom + Igıss 

= Veis =5V, Vers Zu Vos =0 

Gate 2-Reststrom + Ieess 

+ Vers =5V, Veiss = Vos =0 

Drainstrom Ioss 

Vos = 15V, Veis = 0, Vo = 4 V 

Gate 1-Source-Abschnürspannung — Versi 
Vos = 15V, Voss = 4V, Do = 20 uA 

Gate 2-Source-Abschnürspannung — Ve2sp) 
Vos = 15 V, Vois = 0, h = 20 yA 
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode 


Kenndaten (7,=25°C) 


Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Veas = 4 V, f= 1 kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vaas = 4 V, f= 1 MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Veas = 4 V, f= 1 MHz 


Rückwirkungskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vers = 4 V, f=1 MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Voas = 4 V, f= 1 MHz 


Leistungsverstärkung 

Vos = 15V, In = 10 mA 

f= 200 MHz, Gs =2 mS, G,=0,5 mS 
2Af=12 MHz 

(Meßschaltung) 


Rauschzahl 

Vos = 15V, Io = 10 mA 

f= 200 MHz, Gs =2 mS, G,=0,5 mS 
(Meßschaltung) 


Is 
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203,x 


BF 993 


Gesamtverlustleistung Pu = f(T,) 


mW 


300 r 


Gate 1-Steilheit 9,4 = f(Vaıs) 
Vos = 15V, Ioss = 10 mA, f= 1kHz 


150 °C 


mS 

40 
Ipsı 

20 

10 
204 


Ausgangskennlinienfeld /5 = f(Vos) 
Voas = 4V 


mA 

25 
Io 
‚2 


10 


0 HHHHHHHRRR08V 
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Gate 1-Steilheit 9,1 = f(Vaas) 
Vos = 15V, Inss = 10 mA, f= 1kHz 


mS 


Vx 


BF 993 


Drainstrom Ip = f(Vaıs) 
Vos = 15V 


Gate 2-Eingangskapazität gass = f (Vaas) 
Vers = OV, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1MHz 


pF 


Cg2ss 


Gate 1-Eingangskapazität Cyıss = f(Vaıs) 
Veas = 4V, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 


pF 


Cgiss 


u 0 1V 


——— 


Vans 
Ausgangskapazität c4.s = f(Vos) 
Vers = OV, Vans = 4V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
pF 
10 


Cdss 


Gate 1-Eingangsleitwert y;1; 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 

mS 


30 


Bus 


Ausganggsleitwert ya, 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 

mS 


ee 


Das 
Ip=1mA5 15 
15 tt : = ‘ 
f=800 MHz 
® ae soon 
51 i 
110 
Freote- LOOMHz 
B;: 
aD ooMHz 
1 A IH, 
015 1100MHz | 
0 
') 01 0,2 03mS 
en I 
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Gate 1-Steilheit yz,; 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 
mS 
0 


bis 


-10 


-20 


-30 
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Leistungsverstärkung G,,; = f(Vaas) Rauschzahl F = f(Vass) 
Vos = 15V, Vers = OV, Ipss = 10 mA Vos = 15V, Veıs = OV, Ioss = 10 mA 
f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 
dB dB 
30 10 
Gps F 
0 
2 3 [ 
10 
6 
0 
[A 
-10 
2 
-20 
ı BEE IB 
=) 0 1 2 3 LV = 0 1 2 3 LV 
Vans nl 
Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen 
f= 200 MHz, Ga = 2 mS, G, = 0,5 mS 
Vo2s 
270k 
He t 
InF | Inf 
15pF 1SpF|_ — Output 
AnF prl_ = 60N 
Input „— 1 
600 505 
BB505_ | 
Inf 270k 270k = Dr 
270 | 
ro a 
N N 
Veis Yun Yun Vos 
207 


Vx 


Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 994 S 


e Für Anwendungen in VHF-Vor- und SOT 143 
Mischstufen mit großem Abstimm- 
bereich (CATV-Tuner) 3 2.308 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


BF 994 S 


Schüttgut: Q62702-F963 


Typ 


Gurt: Q62702-F 1020 


Stempel MG 

Grenzdaten 

Drain-Source-Spannung Vos 20 V 
Drainstrom I 30 mA 
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom + Igyrasm 10 mA 
Gesamtverlustleistung Proi 200 mW 
T,<= 60°C 

Lagertemperatur Tag —55...+150 °C 
Kanaltemperatur Ten 150 °C 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rınsa | z450 | K/W" 


N) Bei Montage auf AL2Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


208 X 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Drain-Source-Durchbruchspannung 
I = 10yuA, Vers = Vers = 4V 


Gate 1-Source-Durchbruchspannung 
+ Igıs = 10 MA, Vers = Vos = 0 


Gate 2-Source-Durchbruchspannung 
+ Igas = 10 MA, Vaıs = Vos = 0 


Gate 1-Reststrom 
E Vans =5V, Vos — Vos =0 


Gate 2-Reststrom 
= Vers =5V, Vaıs — Vos =0 


Drainstrom 
Vos = 15V, Vers = 0, Vess = 4 V 


Gate 1-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Voss = 4V, n = 20 uA 


Gate 2-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Vers =0, In = 20 uA 


Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 
Vos = 15V, In = 10 MA, Veass=4 V, f=1kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vess=4 V,f=1MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Vgss = 4 V, f=1MHz 


Rückwirkungskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Vgss=4 V, f=1MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15V, In = 10 MA, Veas=4 V, f=1MHz 


Leistungsverstärkung 

Vos = 15V, In = 10 mA 

f= 200 MHz, G,=2 mS, G_= 0,5 mS 
(Meßschaltung) 


Rauschzahl 

Vos = 15V, In = 10 mA 

f= 200 MHz, G. =2 mS, G_ =0,5 mS 
(Meßschaltung) 


Regelumfang 
Vos = 15V, Voss = 4...—2V, f= 200 MHz 
(Meßschaltung) 


Vier) DS 
= V arısıss 
= V arı2ss 
# Igıss 

+ Igass 
Ioss 

— Vans (p) 


u Vers (pP) 


AG 


ps 


50 


BF 994 S 


nA 


mA 


mS 


pF 


pF 


dB 


dB 


dB 
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Gesamtverlustleistung Pu = f(T,) 


mW 


300 TI III 


0 50 100 150 °C 


Gate 1-Steilheit 9, = f(Veıs) 


Vos = 15V 
Inss = 10 mA, f= 1kHz 
mS 
20 
ER EEEFEHEH 
It 
15 4 
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BF 994 S 


Ausgangskennlinienfeld Io = f(Vos) 
Vers = 4V 


mA 
25 ia 
l. 
h = V1s=0,6V | 
En 
20 
Er 7 
1 rTr 
15 44 0,2V- 
& IT LovJ 
ol ee] u 
3 -0,2V 
el: 04V J 
5 le 
1-0,6v7| 
441-080 4 
0 hit 
0 5 10 15 20V 


Gate 1-Steilheit 94 = f (Vaze) 
Vos = 15 V 
Ioss = 10 ma, f= kHz 


mS 
Dr 
Ipsı 1 
Yors =0V 
15 
0,5V-1 
El 
10 
"05V 
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BF 994 S 


Drainstrom /n = f(Vaıs) Gate 1-Eingangskapazität cy1ss = f(Veıs) 


Vos = 15V Veas = 4V, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
mA pr 
BF 994 S,BF996S 
30 u Tor TT 2,5 
| Vezs=#y Pr =3V| | L]22V 
Ih Coiss 
- 20 
N u Hm 
j | 
20 i rr1/f7 
7 MT =1V. 15 
N er ya 
1 | 
ww 
T ii == 1,0 
10 t + en 
T na un 
=0V 
> gun mn 0,5 
Ach [=] 
0 0 
-1 0 1 2 3 Vv 1 
——- Was ——e Vans 
Gate 2-Eingangskapazität ogass = F(Vaas) Ausgangskapazität cas; = f(Vos) 
Veıs = OV, Vos = 15V Vers = OV, Vons = 4V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
pF pF 
2,0 7 
[ 
Cg2ss Cdss 
& 1 
145 Ei MIRRIE 
3 
t r 
1,0 
IB 
2 
05 + a) 
1 
l 
0 0 
= 0 1 2 3 [A 5V 0 5 10 15 20V 


BF 994 S 


Gate 1-Eingangsleitwert y;1; Gate 1-Steilheit ys;, 
Vos = 15V, Vans = 4V Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung) 

mS mS 

14 T 0 


1 


E17] 
n [F=100 MHz 3 
ns „on 21-44 ie 1 
12 3 Ban 5 


® i 
15 i 
„0 
RT | # 
1 600MHz 
an -10 
& 15 -12 
& - 
1 | S00MHz 
[a a BET BER -1& 
15 16 
Ki 200 MHz 


0 1 2 mS 0 10 20 mS 
—eJ4,s —— 9215 
Ausgangsleitwert yao; 
Vos = 15V, Vans = 4V 
(Sourceschaltung) 
mS 
5 T - 
In=1mache-d-oLo 
35 7110 115 
Das r Tf= 800MHz 7 I] | 
[8 1 
11195 
[o0P=° 600MHz 
3 
F508 ZOOMHz 
2 
om 
BB 100MHz 
0 
0 0,1 0,2mS 
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BF 994 S 


Leistungsverstärkung G,; = f(Vaas) 
Vos = 15V, Vais = OV 

Inss = 10 mA, f = 200 MHz 

(s. Meßschaltung) 


dB 
30 


Gps 
20 


Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen 


f = 200 MHz, Gg = 2 mS, G, = 0,5mS 


Vers 
270k 
HH— r 
Inf 1 
TR 1 oe 
InF ”T 
Input J— T 
600 
BB505_ Bein: 
nF 270k 270k == 
270k 
. 
Vais Yun Yrun 


Rauschzahl f = f(Voss) 
Vos = 15V, Vers = 0V 
Ipnss = 10 mA, f= 200 MHz 
(s. Meßschaltung) 


4V 
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 995 


e Für Vor- und Mischstufen in SOT 143 
UKW- und VHF-TV-Tunern 


1m2..30° 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


BF 995 
Best.-Nr. Schüttgut: Q62702-F872 Gurt: Q62702-F936 
Stempel MB 
Grenzdaten 
Drain-Source-Spannung Vos 20 V 
Drainstrom I 30 mA 
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom + Ieırasm 10 mA 
Gesamtverlustleistung Pro 200 mW 
T,< 60°C 
Lagertemperatur Tsxa —55...+ 150 °C 
Kanaltemperatur Ten 150 °C 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Rınsa | 450 | K/wW" 


N) Bei Montage auf AL2O,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 
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BF 995 


Kenndaten (T, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Drain-Source-Durchbruchspannung 
Io = 10uA, —Vois = —Vons = 4V 


Gate 1-Source-Durchbruchspannung 
+ Icıs = 10 MA, Voss = Vos = 0 


Gate 2-Source-Durchbruchspannung 
Ele = 10MA, Vers = Vos = 0 


Gate 1-Reststrom 

#Vaıs = 5V, Vers > Vos =0 
Gate 2-Reststrom 

+ Veas = 5V, Vais 7 Vos =0 
Drainstrom 

Vos = 15V, Vers = 0, Vans = 4V 


Gate 1-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Vers = 4V, Ib = 20 uA 


Gate 2-Source-Abschnürspannung 
Voss = 15V, Ves = 9, 0b = 20yuA 


Ver) DS 

= Vercıss 
== V er)cess 
# Igıss 

+ Igass 
Ioss 

Zu Vers io) 


= Vers (p) 
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Kenndaten (7, = 25°C) 


Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vs =4V, f=1kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Ves=4V, f=1MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Voss =4V, f=1MHz 


Rückwirkungskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vaas=4V, f=1MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vaas=4V, f=1MHz 


Leistungsverstärkung 

Vos = 15V, Io = 10 mA 

f= 200 MHz, G« = 2mS, G, = 0,5 mS 
2 Af=12 MHz 

(Meßschaltung 1) 


Rauschzahl 

Vos = 15V, Io = 10 mA 

f= 200 MHz, G, = 2 mS, G, = 0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 


Regelumfang 
Vos = 15V, Veas = 4... —2V, f= 200 MHz 
(Meßschaltung 1) 


Mischverstärkung (additiv) 

Vos = 15V, Vers = 68V, Rs = 2200 
f= 200 MHz, fr = 36 MHz 

2Af, = 5MHz, V,.. = 0,5 V 
(Meßschaltung 2) 


Mischverstärkung (multiplikativ) 

Vos = 15V, Vers = 1,7V, Vors = 2,5 V 
R; = 220.0, f = 200 MHz, fı, = 36 MHz 
2Afır = 5 MHz, V;sc = 2V 
(Meßschaltung 3) 
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Giss 


Gase 


BF 995 
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Gesamtverlustleistung Pı. = F(T,) 


mW 


300 u TT1 


i N 


Gate 1-Steilheit 9,1 = f(Veıs) 
Vos = 15V, Ioss = 10 mA, f= 1kHz 


ms 


20 


150 °C 


Ipsi 


Ausgangskennlinienfeld /o = f(Vos) 
Vers = 4V 


mA 


20 


Gate 1-Steilheit 9,,; = f (Voss) 
Vos = 15V, Ioss = 10 mA, f= 1kHz 


ms 


20 


Irsı 


BF 995 


Drainstrom Ip = f (Voss) 
Vos = 15V 


mA 
30 


YA) 


—kıs 


Gate 2-Eingangskapazität Cgass = F (Voss) 
Veis = OV, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 


-1 0 1 2 3 1 5 
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Gate 1-Eingangskapazität Cy1ss = f(Vaıs) 
Voas = 4V, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 


PF 
5 

Cgiss 

1 
3 “ 
2 1 
1 
0 
-] 1V 
— ee Veis 

Ausgangskapazität c4ss = f(Vos) 

Veis = OV, Voas = 4V 

Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
pF 
5 

Cdss 

N 

3 
2 4 
1 
0 Li 
0 10 20 V 


Vx 


BF 995 


Gate 1-Eingangsleitwert y;1; Gate 1-Steilheit yz,; 
Vos = 15V, Voas = 4V Vos = 15V, Voss = 4V 
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung) 

ms ms 

20 [ 
bi | | bas 


10 
Br MHz 


Ausgangsleitwert yao, 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 


ms 
10 
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| 8 
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te} 
100 MHz 
0 I 1 | 
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Leistungsverstärkung G,s = f(Vass) 
Vos = 15V, Veis = OV, Inss = 10 mA 
f = 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 


dB 
40 


2 1 0 1 2 3 LV 
—e Vers 
1%-KM-Störspannung Vin) = FLAG,S)” 


Vos = 15V, Vois = 0, f = 200 MHz 
fin? = 221 MHz (s. Meßschaltung 1) 


mV 
10° 


Veto, FEELEET] 


Be 


10' 
0 5 10 15 20 25 dB 
—e 10 
" Fußnote s. Seite 223 
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Rauschzahl F = f(Vgss) 
Vos = 15V, Veis = OV, Inss = 10 mA 
f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 


dB 
10 

u 
3 
N® 


=] 0 1 2 3 Li SV 


m Veas 


1%-KM-Störspannung Yan) = Flfind)” 
Vos = 15V, Vans = 4 V, Vais = 0 
f = 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 


mV 
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MEER 
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Vittt%) 5 al 
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240 MHz 


int 
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Mischverstärkung (additiv) Gpsc = F(Vosc) Mischverstärkung (additiv) Gysc = f (Vezs) 
Vp = 15V, Veıs = 0, Vaas = 65V Vo = 15V, Veis = 0, Rs = 2200 
Rs = 2200, Inss = 10 mA, f= 200 MHz Vosc = 0,5 V, Inss = 10 mA, f = 200 MHz 
fir = 36 MHz (s. Meßschaltung 2) fir = 36 MHz (s. Meßschaltung 2) 
dB dB 
20 I] 20 r 
G 
psc Gpsc 
| 10 10 
0 0 
H 
-10 PAS: 
20 -20 | 5 
0 0,5 0 15V 2414 0 14 2 4 5 6V 
—— Vise Vers 
Mischverstärkung (additiv) Gysc = F(As) Mischverstärkung (multiplikativ) Gpsc = f(Vaas) 
Vn = 15V, Vers = 0, Vaas = 6V Vp = 15V, Veıs = 17V, Rg = 2000 
Vosce = 0,5 V, f= 200 MHz Ioss = 10 mA, f = 200 MHz 
fir = 36 MHz (s. Meßschaltung 2) fir = 36 MHz (s. Meßschaltung 3) 
dB dB 
20 25 77 | 
Opsc Opsc a0 | | Vose= 2,5V we IR u 
| 's | > zo 7 
10 AA 
| /l Dell 
say Y /Anov 
10 F L ® 
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I RE En EI a ER | 0 Cuesm | 
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Meßschaltung 1 für Leistungsverstärkung, Rauschen und Kreuzmodulation 
f= 200 MHz, Ge = 2 mS, GL, = 0,5 mS 


Veas 
270k 
| — 
HHr— 
Inf | Inf 
15pF 1SpFl_ I Output 
inf FL => 60N 
Input „—I 
60N 
BBS05_ 550! 
nF 270k 270k = *ör 
rl | 
N a 
Vers un Vrun Vos 


Meßschaltung 2 für Mischverstärkung (additiv) 
f= 200 MHz, fysc = 236 MHz, 2 Afır =5 MHz 


Vo2s 


100 k 


Osc. input 
609 TE 


Input 
60 
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IF output 


60 
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Meßschaltung 3 für Mischverstärkung (multiplikativ) 
f= 200 MHz, fosc = 236 MHz, 2 Afır =5 MHz 


Vo2s 


Osc, input 
60N 


IFoutput 
\ 60 


[ 
. 


Vos 


N Vonrm) ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinus- 
modulierten Fernsehträgers bei einem Generator-Innenwiderstand von 600, der auf dem Nutzträger 
1% Amplituden-Modulation verursacht. 
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 996 S 


e Für Vorstufen in UHF- und TV-Tunern SOT 143 


e Hohe Steilheit 0 390 
Re 


e Kleine Rauschzahl 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


L 
= 
i A 
[= 2®| 
P]0.25@DIB 
Typ BF 996 S 
Schüttgut: Q62702-F964 Gurt: Q62702-F1021 
Stempel MH 
Grenzdaten 
Drain-Source-Spannung Vos 20 V 
Drainstrom Ih 30 mA 
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom & Igırasm 10 mA 
Gesamtverlustleistung Piöi 200 mW 
T,< 60°C 
Lagertemperatur Tara —55...+ 150 °C 
Kanaltemperatur Tch 150 °C 
Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Ainsa | z450 | K/w" 


" Bei Montage auf AL2O;-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 


224 Vx 


Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


BF 996 S 


Drain-Source-Durchbruchspannung 
Io = 10 4A, — Voss = — Vers = 4 V 


Gate 1-Source-Durchbruchspannung 
+ Icıs = 10 MA, Veas = Vos = 0 


Gate 2-Source-Durchbruchspannung 
# Igas = 10 MA, Vers = Vos = 0 


Gate 1-Reststrom 
= Vers =5V, Veas = Vos =0 


Gate 2-Reststrom 
FE Vors =5V, Vans = Vos =0 


Drainstrom 
Vos = 15V, Vers = 0, Vans = 4 V 


Gate 1-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Voss =4V, Do = 20 1A 


Gate 2-Source-Abschnürspannung 
Vos = 15V, Vars = 0, I = 20 uA 


min | typ Em 
V sn os 20 —_ _ V 
+ Voarcıss 8,5 —_ If V 
+ Vore2ss 8,5 _ 17 V 
+ Igıss = = 50 |nA 
+ Icass _ _ 50 nA 
loss 2 _ 20 | mA 
— Visio _ —_ 2,5 V 
— Veas ip) _ _ 2,0 V 
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Kenndaten (7,=25°C) 


Wechselstromdaten 


Vormärtssteilheit 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vaas = 4V, f=1 kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vs = 15V, Io = 10 mA, Veas = 4 V, f= 1 MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vos = 15V, I = 10 mA, Voas = 4 V, f= 1 MHz 


Rückwirkungskapazität 
Vos = 15 V, Io = 10 mA, Veas = 4 V, f= 1 MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15V, Io = 10 mA, Voss = 4 V, f= 1 MHz 


Leistungsverstärkung 

Vos = 15V, In = 10 mA 

f= 200 MHz, Gs=2 mS, G,=0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 

f= 800 MHz, Gs = 3,3 mS, G, = 1mS 
(Meßschaltung 2) 


Rauschzahl 

Vos = 15V, I) = 10 mA 

f= 200 MHz, G,=2 mS, G,=0,5 mS 
(Meßschaltung 1) 

f= 800 MHz, Ge = 3,3 mS, G_ = 1mS 
(Meßschaltung 2) 


Regelumfang 


Vos = 15 V, Vaas = 4... —2 V, f= 800 MHz 
(Meßschaltung 2) 
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Cgass 1,1 
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Cass 0,8 
Gas 
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Gesamtverlustleistung Pu = f(T,) 
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Gate 1-Steilheit 9,4 = f(Vgio) 
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Gate 1-Steilheit 9,,; = f(Vaas) 

Vps = 15V, Ioss = 10 mA, f= 1kHz 
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Drainstrom In = f(Vaeis) Gate 1-Eingangskapazität cy1ss = f(Vaıs) 
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Leistungsverstärkung G,, = f(Voos) 

Vos = 15V, Vaıs = 0, Ioss = 10 mA 

f = 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 
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Leistungsverstärkung G,s = f(Vaas) 

Vos = 15V, Vaıs = 0, Inss = 10 mA 

f= 800 MHz (s. Meßschaltung 2) 
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Rauschzahl F = f (Voss) 
Vos = 15V, Ve1s = OV, Inss = 10 mA 
f= 200 MHz (s. Meßschaltung 1) 
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Gate 1-Steilheit ya1; 
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Meßschaltung 1 für Leistungsverstärkung und Rauschen 
f= 200 MHz, Gs=2 mS, G| =0,5 mS 
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Meßschaltung 2 für Leistungsverstärkung, Rauschen und Kreuzmodulation 
f= 800 MHz, Gg = 3,3 mS, G\ = 1,0 mS 
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 997 


e Mit integriertem Dämpfungsnetzwerk SOT 143 
zur Unterdrückung parasitärer 
Schwingungen im GHz-Bereich 12,30? 


015 , 


e Für Anwendungen in VHF-Vor- und 
Mischstufen mit großem Abstimm- 
bereich bis etwa 500 MHz 
(CATV-Tuner) 


e Kunststoff-Miniaturgehäuse 
für Oberflächenmontage (SMD) 


BF 997 
Best.-Nr. Schüttgut: Q62702-F993 Q62702-F1055 
Stempel MK 
Grenzdaten 
Drain-Source-Spannung Vos 20 V 
Drainstrom I 30 mA 
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom + Igsiasm 10 mA 
Gesamtverlustleistung Pot 200 mW 
T,< 60°C 
Lagertemperatur Tate —55...+ 150 °C 
Kanaltemperatur Tch 150 °C 
Wärmewiderstand 
Sperrschicht-Umgebung Ans | z450 | K/W® 


") Bei Montage auf AL2O,-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm 
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Kenndaten (7, = 25°C) 


Gleichstromdaten 


Drain-Source-Durchbruchspannung Var) os 

I =10yA, -Vass= Voss =4V 

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + Veryeiss 
+ Igıs = 10 MA, Veas = Vos = 0 

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + Varye2ss 
+ Igas = 10 MA, Vers = Vos = 0 

Gate 1-Reststrom # Igıss 

= Vans =5V, Vors = Vos =0 

Gate 2-Reststrom + Igsss 

bi Voas =5V, Vans = Vos =0 

Drainstrom Ioss 

Vos = 15V, Vers = 0, Vans = AV 

Gate 1-Source-Abschnürspannung — Verso 
Vos = 15V, Vens = 4V, 5 = 20 uA 

Gate 2-Source-Abschnürspannung — Ve2s ip) 


Vos = 15V, Veis = 0, b = 20 uA 
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Kenndaten (7T,=25°C) 
Wechselstromdaten 


Vorwärtssteilheit 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vess = 4 V, f= 1 kHz 


Gate 1-Eingangskapazität 
Vos = 15V, I, = 10 mA, Voss = 4V, f= 1 MHz 


Gate 2-Eingangskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vers = 4 V, f= 1 MHz 


Rückwirkungskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vaos = 4V, f= 1 MHz 


Ausgangskapazität 
Vos = 15V, In = 10 mA, Vaos = 4V, f= 1 MHz 


Leistungsverstärkung 

Vos = 15V, = 10 mA 

f= 200 MHz, Gs = 2 mS, G_= 0,5 mS 
(Meßschaltung) 


Rauschzahl 

Vs = 15V, I, = 10 mA 

f= 200 MHz, Gs=2 mS, G,=0,5 mS 
(Meßschaltung) 


Regelumfang 
Vos = 15V, Vans = 4... 2 V, f= 800 MHz 
(Meßschaltung) 
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Gesamtverlustleistung Po} = f(T,) 
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Ausgangskennlinienfeld /5 = f(Vps) 
Veas = AV 
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Gate 1-Steilheit 9,1 = f(Vaas) 
Vos = 15V, Inss = 10 mA, f= 1kHz 
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Gate 2-Eingangskapazität Cgass = f(Vaas) 
Vers = OV, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
pr 
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Gate 1-Eingangskapazität c.ıss = F(Vaıs) 
Veas = 4V, Vos = 15V 
Ioss = 10 mA, f= 1MHz 
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Ausgangskapazität cyss = f(Vos) 
Vers = OV, Vans = 4 V 
Ioss = 10 mA, f= 1 MHz 
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Gate 1-Eingangsleitwert y;1s Gate 1-Steilheit yo1; 
Vos = 15V, Veas = 4V Vos = 15V, Veas = 4 V 
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung) 
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Ausgangsleitwert yao; 
Vos = 15V, Voas = 4V 
(Sourceschaltung) 
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Leistungsverstärkung G,, = f(Vess) 
Vos = 15V, Vers =0V 

Ioss = 10 mA, f= 200 MHz 

(s. Meßschaltung) 
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Meßschaltung für Leistungsverstärkung und Rauschen 


f= 200 MHz, Gs =2 mS, GL = 0,5 mS 
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Rauschzahl F = f(Voass) 
Vos = 15V, Vais = 0V 
Ioss = 10 mA, f = 200 MHz 
(s. Meßschaltung) 


dB 
10 


BF 997 


9 un 


8 a 


4V 


Vx 


Siemens in Ihrer Nähe 
(Anschriftenverzeichnis) 


Vx 


Siemens AG, Bereich Bauelemente 
Balanstraße 73, Postfach 80 1709, D-8000 München 80 


= (089) 4144-0 ITx 


Siemens in Ihrer Nähe 


Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) 


Siemens AG 

Salzufer 6-8 

1000 Berlin 10 

= (030) 3939-1, [Tx| 1810-278 
FAX (030) 3939-2630 

Ttx 308190 = sieznb 


Siemens AG 

Schweriner Straße 1 
Postfach 7820 

4800 Bielefeld 1 

= (0521) 291-1, 1x] 932805 
FAX (0521) 291-375 


Siemens AG 

Contrescarpe 72 

Postfach 107827 

2800 Bremen 

= (0421) 364-0, 1x] 245451 
FAX (0421) 364-2687 


Siemens AG 

Lahnweg 10 

Postfach 1115 

4000 Düsseldorf 1 

= (0211) 399-0, x] 8581301 
FAX (0211) 399-2506 


Siemens AG 

Rödelheimer Lanastraße 5-9 
Postfach 111733 

6000 Frankfurt 1 

= (069) 797-0, 1X 414131-0 
FAX (069) 797-2253 
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Siemens AG 
Habsburgerstraße 132 
Postfach 1380 

7800 Freiburg 1 

= (0761) 2712-1 

m 772842 

FAX (0761) 2712-234 


Siemens AG 

Lindenplatz 2 

Postfach 105609 

2000 Hamburg 1 

= (040) 282-1, Tx] 215584-0 
FAX (040) 282-2210 


Siemens AG 

Am Maschpark 1 

Postfach 5329 

3000 Hannover 1 

@ (0511) 129-0, iTx] 922333 
FAX (0511) 129-2799 


Siemens AG 

Wittland 2-4 
Postfach 4049 

2300 Kiel 1 

@ (0431) 5860-0 

mx 292814 

FAX (0431) 5860-420 


Siemens AG 
Richard-Strauss-Straße 76 
Postfach 202109 

8000 München 

= (089) 9221-0 

[1x] 529421-01 

FAX (089) 9221-4499 


52108-0 FAX (089) 4144-2689 


Siemens AG 
Von-der-Tann-Straße 30 
Postfach 4844 

8500 Nürnberg 1 

@ (0911) 654-0, [rx] 622251 
FAX (0911) 654-4064 


Siemens AG 
Geschwister-Scholl-Straße 24 
Postfach 120 

7000 Stuttgart 1 

= (0711) 2076-0, 1x1 723941-0 
FAX (0711) 2076-3706 


Siemens AG 
Nicolaus-Otto-Straße 4 
Postfach 3606 

7900 Ulm 1 

= (0731) 499-1 

1x] 712826 

FAX (0731) 499-267 


Siemens AG 
Andreas-Grieser-Str. 30 
Postfach 3280 

8700 Würzburg 21 

= (0931) 801-0 

Tx| 68844 

FAX (0931) 801-348 


Vx 


Siemens in Europa 


Belgien 

Siemens S.A. 

chausse&e de Charleroi 116 
B-1060 Bruxelles 

= (02) 536-2111, 1x 21347 


Dänemark 

Siemens A/S 

Borupvang 3 

DK-2750 Ballerup 

= (02) 656565, [1x] 35313 


Finnland 

Siemens Osakeyhtiö 

PL8 

SF-00101 Helsinki 10 

@ (0) 1626-1, [1x 124465 


Frankreich 

Siemens S.A. 

B.P. 109 

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1 
= (1) 48206120, xl 620853 


Griechenland 

Siemens AE 

Voulis 7 

PO.B. 3601 

GR-10247 Athen 

= (01) 3293-1, 1x1 216291 


Großbritannien 
Siemens Ltd. 
Siemens House 
Windmill Road 
Sunbury-on-Thames 
Middlesex TW 16 7HS 


= (09327) 85691, x 8951091 


Irland 

Siemens Ltd. 

Unit 8-11 Slaney Road 
Dublin Industrial Estate 
Finglas Road 

Dublin 11 

®@ (01) 3028585, tx 24129 


Italien 

Siemens Elettra S.p.A. 

Via Fabio Filzi, 29 

Casella Postale 10388 
I-20100 Milano 

®= (02) 67661, [1x] 330261 


Niederlande 

Siemens Nederland NY. 
Postb. 16068 

NL-2500 BB Den Haag 

@ (070) 782782, 1x1 31373 


Norwegen 

Siemens A/S 

Ostre Aker vei 90 
Postboks 10, Veitvet 
N-0518 Oslo 5 

= (02) 153090, [1x 18477 


Österreich 

Siemens Aktiengesellschaft 
Österreich 

Postfach 326 

A-1031 Wien 

@ (0222) 7293-0, x 1372-0 


Portugal 

Siemens S.A.R.L. 

Avenida Almirante Reis, 65 
Apartado 1380 

P-1100 Lisboa-1 

= (01) 538805, 1x 12569 


Schweden 

Siemens AB 

Hälsingegatan 40 

Box 23141 

S-10435 Stockholm 

= (08) 161-100, 1x] 19880 


Schweiz 

Siemens-Albis AG 
Freilagerstraße 28 

Postfach 

CH-8047 Zürich 

= (01) 495-3111, 1x1 558911 


Spanien 

Siemens S.A. 

Orense, 2 

Apartado 155 

E-28080 Madrid 

@ (01) 4552500, 1x 27247 


Türkei 
ETMAS Elektrik Tesisati ve 
Mühendislik A.S. 


Meclisi Mebusan Caddesi 55/35 


Findikli 

PK. 1001 Karakoey 
Istanbul 

@ (01) 1452090, [tx] 24233 


d 7/86 
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